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La tecnología de las células solares está en auge, y en la actualidad existen 
diferentes tipos de células solares tanto por el número de uniones de que disponen 
como por los materiales que utilizan, debido a ello, se hace necesario evaluar la 
fiabilidad de las mismas. Dicha fiabilidad es imposible evaluarla en condiciones de 
trabajo normales, dado que se necesitarían muchos años para empezar a ver su 
degeneración, por lo que es necesario implementar una nueva metodología e 
instrumentación para realizar ensayos acelerados en células, el cual es el objetivo de 
este Trabajo Fin de Máster.  
Los ensayos sobre células solares cuentan con una dificultad añadida, debido a 
la necesidad de que la célula solar esté funcionando y además sea caracterizada 
dentro de una cámara climática. Mientras que para realizar ensayos acelerados en 
otros dispositivos es muy sencillo hacerlos funcionar dentro de la cámara, en el caso 
de las células solares tanto el funcionamiento como la caracterización requieren de 
iluminación dentro de la cámara climática, conseguir dicha iluminación es complejo 
como se comentará en el desarrollo de este proyecto, así como la solución 
encontrada. 
A lo largo de este Trabajo Fin de Máster se explicará con todo detalle la 
metodología implementada, para poder realizar los ensayos acelerados sobre células 
solares, simulando que éstas están en condiciones reales aceleradas de trabajo. 
Las células solares para las que está destinado este proyecto son células 
solares de triple unión con semiconductores III-V que funcionan a elevadas 
concentraciones luminosas, hasta 1000 soles, pero dado su diseño, puede ser 
adaptado a diferentes células, puesto que las opciones de medida son configurables 
por el usuario en función de las necesidades del momento. 
La memoria ha sido dividida en los siguientes capítulos: 
La célula solar. 
Fiabilidad. 
Sistema de medida. 
Diagrama general y fases. 
Esquema hardware. 
INTRODUCCIÓN  
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Lenguaje de programación G. 
Arquitectura software. 
Sistema de instrumentación. 
Ensayos acelerados, puesta en marcha. 
Conclusiones. 
  
La célula solar 
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2.1. Introducción. 
Una célula solar es un dispositivo semiconductor cuya función es convertir los 
fotones procedentes de la luz solar en electricidad. El efecto fotovoltaico convierte la 
energía de los fotones en energía eléctrica en continua. La naturaleza espectral de la 
luz solar es importante para el diseño de dispositivos fotovoltaicos o células solares, 
condicionando las características de los materiales aptos para estas aplicaciones. 
Para analizar el espectro de la radiación solar es una buena aproximación considerar 
que el Sol actúa como un emisor perfecto de radiación (cuerpo negro) a una 
temperatura cercana a los 5800 K. La constante solar es la cantidad de energía 
recibida del Sol por unidad de tiempo y unidad de superficie, medida fuera de la 
atmósfera terrestre en un plano perpendicular a los rayos a una distancia de 1 UA del 
Sol (1UA=distancia Sol-Tierra). Como la distancia Tierra–Sol va variando a lo largo del 
año, se utiliza en consecuencia como constante solar su valor medio que es de 1366,1 
W/m2. 
Se define la masa de aire AM0 (Air Mass 0) como la ausencia de atenuación 
atmosférica de la irradiación solar a 1 UA del Sol. La distribución espectral AM0 difiere 
del caso ideal para un cuerpo negro, lo cual se debe a efectos como la variación de la 
transmitancia de la atmósfera solar para diferentes longitudes de onda.  
Cuando la radiación pasa a través de la atmósfera de la Tierra, es atenuada en 
su intensidad por diversos procesos que se producen a lo largo de su recorrido a 
través de la misma. Estos procesos son; absorción selectiva por los gases y por el 
vapor de agua, dispersión molecular (o de Rayleigh) por los mismos componentes y 
dispersión por aerosoles (o de Mie) y absorción por los mismos. El resultado de todos 
estos procesos es la descomposición de la radiación solar incidente en componentes 
diferenciadas. En condiciones atmosféricas claras el parámetro más importante para la 
determinación de la potencia total es la longitud del camino que recorre la luz a través 
de la atmósfera. Cuando el Sol se encuentra en dirección vertical, el camino es mínimo 
y se puede decir que la radiación que llega a la superficie de la Tierra es AM1 (Air 
Mass 1). Si el ángulo respecto de la vertical es φ resulta:  
	 φcos1 ൌ AM	 ሺ1ሻ	
La radiación solar que llega a la superficie terrestre después de atravesar la 
atmósfera se conoce como radiación solar directa. La radiación solar difusa es la 
dispersada por el aire y las nubes. Y el albedo es radiación reflejada por el suelo.  
LA CÉLULA SOLAR  
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La radiación total sobre una superficie es la suma de las tres radiaciones 
(directa + difusa + albedo) y se conoce como radiación global o total. 
2.2. La célula solar fotovoltaica 
Para la fabricación de las células solares se emplean materiales 
semiconductores. El empleo de estos materiales se debe, a que tienen la propiedad de 
que la energía necesaria para separar cierto número de electrones de su núcleo, es 
similar a la energía de los fotones que forman la luz solar. De esta forma modificando 
el material semiconductor en ciertas condiciones es posible mediante el efecto 
fotovoltaico  transformar parcialmente a energía luminosa en energía eléctrica. 
El material semiconductor más utilizado en la actualidad para la fabricación de 
células solares es el silicio ya que es el material semiconductor más abundante. A las 
células solares de Silicio se les denomina de primera generación y se clasifican según 
la ordenación de los átomos como silicio amorfo, policristalino o monocristalino. 
Una célula solar es como un diodo de gran tamaño. Para la fabricación de la 
célula solar es necesario construir un material semiconductor con una unión p-n. Para 
ello partimos de un cristal semiconductor de silicio puro se le denomina semiconductor 
intrínseco, al semiconductor intrínseco se le añaden de forma voluntaria impurezas, 
para  construir semiconductores extrínsecos. 
La razón por la que se añaden impurezas a un semiconductor intrínseco es 
para que tenga un mayor o menor número de electrones de valencia que el material 
sin impurezas, modificando así su conductividad. Dependiendo de cuál sea esta 
impureza logramos semiconductores de tipo n ó p. El silicio tiene cuatro electrones de 
valencia por lo que para doparlo, impurificarlo, se emplean elementos que tengan tres 
o cinco electrones de valencia.  
En el caso del Si, si las impurezas provienen de elementos la columna V de la 
tabla periódica (P, As, Sb, Bi), las mismas aportan cuatro electrones para satisfacer los 
enlaces covalentes, dejando un quinto libre. Estos dopantes se denominan donores o 
dadores. El electrón libre tiene una energía de ionización muy baja (∼ 0.05 eV) y, a 
bajas temperaturas (∼ 4°K), permanece en órbita alrededor de su átomo. A 
temperaturas más altas (en particular a temperatura ambiente) se ioniza y contribuye a 
la conductividad eléctrica, dejando atrás el ion positivo del átomo donor. A 
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Donde: 
ܧܿ, Energía de un electrón en la banda de conducción. 
ܧݒ, Energía de un electrón en la banda de valencia. 
Un fotón tiene una energía:
  
	 
chhE . 			 ሺ3ሻ	
h: constante de Plank 
 : Frecuencia del fotón 
λ: longitud de onda 
c: velocidad de la luz en el medio 
Solo los fotones cuya energía es mayor que la energía del gap contribuirán a la 
generación de corriente continua. Las células solares tienen contactos eléctricos en 
ambas caras para recoger la corriente eléctrica. La cara que no recibe luz se cubre 
totalmente para protegerla. La cara que está expuesta al sol se cubre mediante una 
rejilla metálica que permite recibir la mayor cantidad posible de radiación. 
2.3. Eficiencia 
La eficiencia de la célula se mide como el cociente entre la potencia eléctrica 
que suministra la célula y la potencia de la radiación que incide sobre la célula en ese 
instante. La eficiencia máxima alcanzada para una célula convencional ha sido de un 
28%. En laboratorio se suele conseguir una eficiencia de un 25%, pero en la práctica 
una célula comercial de silicio alcanza una efectividad en torno a 20%. Con células de 
triple unión de Solar Junction se ha llegado a alcanzar el 43,5% de eficiencia, este 
valor es determinante por lo que se trabaja para mejorar la eficiencia. 
El diseño de la célula influye en la eficiencia de la misma por lo que se intenta 
maximizarla en lo posible siguiendo las siguientes pautas: 
 Aumento de la generación de pares e-/h+  para ello se debe aumentar 
la absorción de luz, se emplean materiales texturizados y capas anti 
reflectantes. 
LA CÉLULA SOLAR  
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 Reducción de las pérdidas por recombinación, se emplean materiales 
de alta calidad, en fabricación se emplean técnicas para eliminar 
impurezas contaminantes y técnicas que reducen las actividad 
recombinante de defectos. También se emplean dieléctricos  como el 
óxido de silicio o el nitruro de silicio. 
 Se intentan minimizar los efectos resistivos eligiendo metales 
apropiados con buen contacto y poca resistencia,  con silicio muy 
dopado la resistencia de contacto disminuye. También ha de tenerse en 
cuenta en el diseño de la maya de metalización el motivo y las 
dimensiones. 
 Para aumentar la absorción de luz, se emplean materiales texturizados 
y capas anti reflectantes. 
La célula de forma individual proporciona muy poca energía. Por ello se 
agrupan varias células en serie o paralelo haciéndolas funcionar como si fueran sólo 
una. Es lo que llama panel o módulo fotovoltaico. 
Las células que forman un panel, proporcionan más o menos electricidad en 
función de la energía solar que incida sobre la superficie de las células. Pero además 
la respuesta de las células frente a la radicación solar estará condicionada a los 
materiales empleados en su fabricación, así como al diseño empleado. 
2.4. Circuito equivalente 
Para poder medir las prestaciones de una célula solar de concentración es 
necesario definir una serie de características.  Una de las más importantes es la que 
se conoce como curva I-V, curva de intensidad-voltaje. Esta curva nos da información 
sobre los distintos valores de tensión e intensidad que puede proporcionar la célula. 
En capítulos posteriores veremos en más detalle la importancia de esta curva en el 
estudio de células solares. 
 El funcionamiento de la célula se puede simular por circuito equivalente 
constituido por un diodo de unión p-n y por un generador de corriente, de valor If,  a los 
que habría que añadir una resistencia serie Rs y una resistencia paralelo Rp. La 
primera proviene principalmente de la resistividad del emisor n y de la base p, de las 
resistencias de contacto entre el semiconductor y los contactos metálicos, y de la 
resistencia de los dedos metálicos que constituyen la malla de la metalización frontal. 
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T, Temperatura en ºKelvin. 
IL, Densidad de corriente fotogeneradaIo, Densidad de corriente en oscuridad.  
Rs, resistencia serie global, que se compone de la resistencia ohmica a la 
circulación de corriente en el emisor, al paso de la corriente del emisor al contacto 
frontal,la circulación de corriente por la malla frontal, la circulación de la corriente en la 
base, capa pasivante y sustrato y al paso de corriente del sustrato al contacto metálico 
posterior. 
Rp, resistencia paralelo, que representa las fugas de corriente debidas a los 
cortocircuitos locales a través de la unión p-n. 
V, tensión dada para la que circulará por la célula la densidad de corriente I. 
La curva I-V de la célula solar también puede representarse en función de la 
tensión de circuito abierto y de la corriente de cortocircuito mediante la siguiente 
expresión:  
	 ܫ ൌ ܫ௦௖ ൬1 െ ݁
ష೐ሺೇ೚೎షೇሻ
೘಼೅ ൰	 ሺ5ሻ	
Siendo ISC la corriente en cortocircuito y VOC la tensión en circuito abierto, 
cuando no está conectada a ninguna carga. 
Como ya hemos indicado anteriormente hasta ahora las células solares más 
usadas eran de Silicio, esto está cambiando ya que se están empezando a 
comercializar células solares multiunión que son mucho más eficientes. Este tipo de 
células son las que se han empleado en este Trabajo fin de Máster, siendo de los 
primeros ensayos de fiabilidad que se realizan sobre este tipo de células comerciales.   
2.5. Células solares Multiunión de 
semiconductores III-V. 
Las células solares de silicio tienen rendimientos bajos debido a su mal 
aprovechamiento de la radiación solar por lo que se han propuesto células solares 
multiunión que aprovechan la radiación solar de forma mucho más eficiente.  
Uno de los objetivos a conseguir para obtener alta eficiencia es que el espectro 
de radiación sea lo más cercano posible al gap del semiconductor. Por este motivo se 
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poder conseguir estos resultados en un tiempo admisible desde un punto de vista 
industrial se realizan ensayos acelerados. En las células solares de semiconductores 
III-V aparecen una serie de consideraciones que debemos tener en cuenta a la hora 
de realizar el análisis de fiabilidad: 
 Se emplean nuevos materiales y tecnologías, que no están tan 
probados como en el caso de las células de Si. Tres uniones en una 
única célula implica que existen diferentes materiales en la misma 
estructura lo que implica tensiones que pueden crear defectos. 
 Debido a que la energía que no se transforma en electricidad se 
transforma en calor la temperatura de la célula aumenta, y por lo tanto 
deberemos usar sistemas específicos para disipar el calor. Este 
aumento de temperatura también repercute en una disminución de la 
fiabilidad y de eficiencia de energía producida. 
 El subsistema productor de energía es más complejo. El sistema debe 
estar orientado al sol de forma constante. El subsistema está formado 
por una célula y un sistema óptico concentrador que debe mantenerse 
alineado. Las pérdidas de potencia en el sistema será el producto de la 
pérdida de potencia ocasionadas por cada uno de los subsistemas. 
Debido a estas diferencias respecto a  sistema solar convencional debemos 
determinar que tampoco son similares a nivel de fiabilidad, ya que la tecnología 
empleada es muy diferente tanto en el semiconductor empleado como en la estructura 
del módulo solar. Por estos motivos es muy importante el estudio de la fiabilidad de los 
nuevos sistemas solares de concentración. 
Fiabilidad 
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3.1. Definición de fiabilidad 
El origen de la fiabilidad moderna se remonta a después dela segunda guerra 
mundial. A partir de la guerra de Corea, en la cual se llevó a cabo el análisis de fallos 
en equipamiento electrónico militar complejo por parte del departamento de Defensa 
de EE.UU. y la Industria Electrónica, se constituyó AGREE (Advisory Group on 
Reliability of Electronic Equipment) en 1952. Fruto de sus trabajos es la norma 
MILDSTD 781 Reliability Qualification and Production Acceptance Tests y la MIL_STD 
785, Reliability Programmes for Systems and Equipment. 
Desde entonces hasta la actualidad la fiabilidad ha avanzado de forma 
importante y en la actualidad todo producto nuevo tiene que pasar por un análisis de 
fiabilidad.  
La Fiabilidad de un producto es la medida de su capacidad para realizar su 
función cuando es requerida, siempre que dicho dispositivo se emplee en unas con-
diciones establecidas y durante un periodo establecido, dicho de otro modo; la 
permanencia de la calidad de los productos o servicios a lo largo del tiempo. Como en 
términos de fiabilidad no es posible asegurar el funcionamiento de un producto hay 
que medirlo en términos de probabilidad. 
Hay diferencia entre fiabilidad y calidad, la calidad garantiza que el producto 
sale de fábrica en condiciones óptimas, y la fiabilidad garantiza que el producto 
permanece en condiciones óptimas durante un determinado tiempo.  
Por lo tanto la fiabilidad es una probabilidad. La especificación de un tiempo 
dado y de unas condiciones de empleo no bastan para conocer con antelación de 
forma determinística la vida de buen funcionamiento de un dispositivo. Ocurre que un 
dispositivo nunca es totalmente conocido. Hasta los productos fabricados con 
máximas garantías en cuanto a materiales, procesos y control de calidad exhiben 
cierta variación en su capacidad de supervivencia. Aun suponiendo que las 
condiciones de funcionamiento fueran rigurosamente idénticas, los tiempos de 
"funcionamiento óptimo" de los dispositivos de un mismo lote de fabricación 
presentarán una apreciable dispersión. 
Por funcionamiento satisfactorio se entiende el cumplimiento de unas ac-
tuaciones especificadas. Al cese indebido de este funcionamiento satisfactorio se le 
llama fallo. Por lo tanto en un estudio de fiabilidad es necesario definir de forma clara 
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cuando el equipo está en estado de funcionamiento o fallo siendo ambos estados 
excluyentes. La fiabilidad, según la definición, es función del tiempo o parámetro 
equivalente. Para ciertos dispositivos, el tiempo no es el parámetro que mejor mide la 
exposición al fallo, siendo más conveniente emplear como variable independiente el 
número de ciclos de funcionamiento, por ejemplo. 
Naturalmente, la probabilidad de supervivencia de un dispositivo depende de 
las condiciones de funcionamiento. Si no se fijan éstas, el concepto de fiabilidad 
carece de sentido. Pero las condiciones de funcionamiento usualmente definidas no 
suelen cubrir todos los factores capaces de producir fallos. Por ejemplo, sin salirse de 
los límites especificados para un motor de aviación (régimen, temperaturas, 
presiones), dicho motor puede ser utilizado de formas muy diferentes (despegues más 
o menos frecuentes según la longitud de las etapas; elevación diferente de los 
aeropuertos sobre el nivel del mar; condiciones ambientales variables de temperatura, 
humedad, atmósfera corrosiva, y otros factores menos evidentes). Por lo tanto, si se 
pretende reducir la dispersión de los datos estadísticos sobre fallos de un componente 
o sistema a fin de poder hacer predicciones útiles, se debe especificar con el máximo 
detalle posible las condiciones ambientales internas y externas (respectivamente, 
ambiente inducido y ambiente natural). Esto, desgraciadamente, obligará a descartar 
de la muestra todas las observaciones que no correspondan a estas condiciones de 
empleo más excluyentes. 
Los primeros libros sobre fiabilidad son de la década de los 60 y en la 
actualidad hay numerosos documentos que cubren los diferentes aspectos de la 
fiabilidad.  
3.2. Fallos y sus clases 
Fallo es la incapacitación de un dispositivo para realizar su función dentro de 
unos límites definidos de actuación. Se suelen dividir e fallos catastróficos y por 
degradación. 
3.2.1. Fallos catastróficos y fallos por degradación 
Se suelen llamar fallos catastróficos a los que son súbitos y totales. Son 
consecuencia de un brusco cambio en un parámetro o característica operativa. 
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Los fallos por degradación (también llamados no catastróficos o por deriva) son 
los que obedecen a una degradación progresiva de algún parámetro de actuación que 
termina por salirse de unas tolerancias o límites de funcionamiento preestablecidos. 
En ocasiones el fallo de un componente no provoca el fallo del sistema por 
diversas razones: la funcionalidad del componente no es crítico, el sistema está 
diseñado de tal forma que varios componentes realizan la misma función,  Un fallo por 
degradación de un componente puede causar un fallo catastrófico del sistema.En los 
circuitos complejos, existe la posibilidad de que el sistema falle a causa de una 
desafortunada combinación de derivas de los parámetros internos, sin poder decir que 
ningún componente haya fallado. 
3.2.2. Modos, mecanismos y causas del fallo 
Se llama modo de fallo a la forma en que se manifiesta el fallo. Por ejemplo, el 
sistema fotovoltaico con células solares puede presentar distintos tipos de fallos:  
 Degradación óptica del concentrador. 
 Corrosión de la célula 
 Soldadura 
 Cortocircuito 
 Circuito abierto.  
Los tres primeros son modos de degradación y los dos últimos, modos 
catastróficos. 
Por mecanismo de fallo se entiende algo más interno. Un mismo modo de fallo 
puede presentarse por varios mecanismos. Finalmente, cada mecanismo de fallo 
obedecerá a una causa o a una combinación de causas. 
1.1.1. Tipos de fallo 
Los fallos se pueden clasificar en función del periodo de vida en que se 
encuentren los dispositivos. Las tres tipos de fallos son los infantiles, los aleatorios 
(por azar) y los debidos al desgaste.  
Los fallos infantiles  son los debidos a cierto defecto de la pieza o conjunto 
como resultado de una deficiencia de diseño, fabricación o inspección y suelen 
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de otro u otros componentes. Y los fallos inducidos por el fallo de otro u otros 
componentes se llaman secundarios o dependientes. 
3.3. La fiabilidad como función del tiempo 
3.3.1. Introducción 
Desde el punto de vista matemático, la función de fiabilidad de un producto es 
la probabilidad de que un sistema falle de 0 a t.  
3.3.2. Fiabilidad e infiabilidad 
Para crear un modelo matemático para la probabilidad de fallo, consideramos 
el funcionamiento de un determinado elemento en el medio para él especificado. 
Definimos la variable aleatoria como el tiempo durante el que el elemento funciona 
satisfactoriamente antes de que se produzca un fallo. La probabilidad de que el 
elemento proporcione unos resultados satisfactorios en el momento t se puede definir 
como fiabilidad. La designamos R (t) y si el tiempo de fallo es T entonces podremos 
escribir:  
	 )Pr()( tTtR  	 ሺ6ሻ	
De una forma práctica si designamos:  
Ns (t) = Nº de elementos en funcionamiento en el instante t  
N (0) = Nº de elementos en funcionamiento al principio  
Nf (t) = Nº de elementos averiados hasta el momento t  
se cumplirá:  
	 N	ሺ0ሻ	ൌ	Nf	ሺtሻ	൅	Ns	ሺtሻ		 ሺ7ሻ	
	 ܴሺݐሻ ൌ ேೞሺ௧ሻேሺ଴ሻ ൌ 1 െ
ே೑ሺ௧ሻ
ேሺ଴ሻ 	 ሺ8ሻ	
La fiabilidad R (t) está relacionada con la función complemantaria llamada 
infiabilidad F (t). F(t) es la probabilidad de que el dispositivo no falle después del 
instante t es decir, de que  ≤t. 
Por lo tanto la infiabilidad valdrá:  
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	  (0) N
 (t) Nf)( tF
	 ሺ9ሻ	
Cumpliéndose que:  
	 F	ሺtሻ	ൌ	1	‐	R	ሺtሻ		 ሺ10ሻ	
3.3.3. Distribución de fallos  
Se parte de la hipótesis de que el tiempo hasta el fallo de un dispositivo es una 
variable aleatoria, a la que llamaremos  , que puede tomar cualquier valor real t 
desde 0 a ∞. Si F(t) es la función de distribución y f(t) la función de densidad de  , se 
tiene: 
	  t dxxfPtF 0 )(t) ()(  		 ሺ11ሻ	
	 1)(,0)0(  FF 	 	ሺ12ሻ	
La probabilidad complementaria de ésta, es decir, la probabilidad de que el fallo 
se produzca después de t es la función de fiabilidad: 
	  t dxxfPtFtR )(t) ()(1)(  	 ሺ13ሻ	
	 0)(,1)0(  RR 	 ሺ14ሻ	
3.3.4. Función densidad de probabilidad de fallos 
La función densidad de probabilidad de fallos es la probabilidad de que un 
dispositivo cualquiera tenga un fallo entre los instantes t y t + dt. Se la denomina f (t) y 
matemáticamente tiene la expresión:  
	 dt
tdR
dt
tdFtf )()()( 
	 ሺ15ሻ	
Relación entre f(t), λ(t) y R(t) 
Se cumple que la probabilidad de producirse una avería en un elemento entre t 
y t + d t o sea f (t) dt es igual a la probabilidad de que funcione hasta t (fiabilidad) por la 
probabilidad de que falle entre t y t + d t. Puesto de forma matemática se cumplirá:  
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	 )(
)()(
)(
)()(
tR
ttRtR
tP
tttPttttP 
 

	 ሺ18ሻ	
Este valor, dividido por la longitud ∆t del intervalo, se llama tasa media de fallo 
en   (t, t + ∆t): 
	 )(
)()(),(
ttR
ttRtRttz 

	 ሺ19ሻ	
El límite de z(t, ∆t) cuando ∆t tiende a cero es la tasa instantánea de fallo o 
simplemente tasa de fallo en t: 
	 dt
tdR
tR
tz )(
)(
1)( 
	 ሺ20ሻ	
La expresión anterior pone de manifiesto que la tasa de fallo es una medida de 
la variación de la fiabilidad en el tiempo. La tasa de fallo es la densidad de probabilidad 
de fallo en t condicionada a no haber fallado antes de t. 
La tasa de fallos se medirá en fallos por año, por hora, por millón de horas o 
por 109 horas (FIT).  
3.3.7. La vida media en función de la fiabilidad 
En determinadas condiciones, conviene calcular la vida media a partir de R (t). 
Para ello se integra por partes: 
	       0 0 00 )()()()( dttRttRttdRdtttf 	 ሺ21ሻ	
Puesto que para t = 0, tR (t) = 0, el primer sumando valdrá: 
	
 


t
ttR )(lim
	 ሺ22ሻ	
Límite indeterminado al que aplicamos la regla de L'Hópital:   
	
 
)(
)(lim
)()(
1lim
)(
lim)(lim 21 tz
tR
tftRtR
tttR
tttt   	 ሺ23ሻ	
orde
verifi
de u
gene
unida
morta
dens
ción 
de f(t
orige
un d
%). L
infini
proba
R(t), 
ence
huma
Este lím
n inferior a
ca. Por tan
	
3.3.8. 
La siguie
na tabla de
ral de la d
d de tiemp
lidad infan
idad relativ
La figura
(infiabilidad
). Por ejem
n hasta t =
ispositivo d
a ordenad
to. Como e
bilidad de
permite ha
rrada, se v
na a la qu
ite es nulo 
 R(t). Com
to, podemo
Repres
nte figura 
 mortalidad
ensidad d
o). Las ord
til, que es 
amente baj
Figura
 siguiente m
) F(t) y a l
plo, la orde
 50. Su valo
e este tipo
a R(50) mi
ra de esp
 que un dis
llar la vida 
e que es d
e correspon
siempre qu
o en los 
s escribir:

entació
representa 
 humana 
e fallos de
enadas de
un hecho r
a, la mayor
 11:  Fun
uestra las
a función d
nada F(50
r, aproxim
 hipotético 
de el área 
erar, vale 
positivo so
media de e
e unas 68
dían las ta
 
e z(t) no t
casos usu
 0 )( dtR
n gráf
una curva 
(t en años)
 algunos c
crecientes
eal en dich
 parte de lo
ción de d
 curvas cor
e fiabilidad
) mide el ár
adamente 0
falle antes 
bajo la cur
1 - F(50) 
breviva al 
ste tipo de
 unidades 
blas de mo
ienda a cer
ales z(t) n
t
ica 
de densida
, pero no d
omponente
 cerca del 
os compon
s dispositiv
ensidad de
respondien
 R(t). Se h
ea bajo la c
,12, indica
de o en el
va de dens
= 1 – 0,12
menos has
 dispositivo
de tiempo 
rtalidad). 
o, o sea un
o es decre
d. Se ha tra
ifiere much
s electróni
origen son 
entes. Tra
os fallan po
 
 fallo 
tes a la fun
an trazado
urva de de
 que la prob
 instante 5
idad desde
 = 0,88 (e
ta el instan
. Midiendo
(68 años p
FIAB
 infinitésim
ciente, es
zado con 
o en tend
cos (excep
imputables
s un períod
r desgaste
ción de dis
 por integr
nsidad des
abilidad de
0 es 0,12 (
 t = 50 has
l 88 %). 
te 50. La 
 el área po
ara la pobl
ILIDAD  
28
o de 
to se 
ሺ24ሻ	
datos 
encia 
to la 
 a la 
o de 
. 
tribu-
ación 
de el 
 que 
el 12 
ta el 
Es la 
curva 
r ella 
ación 
Su te
que n
cada
refer
fallos
insta
Com
inicia
vivie
F
La figura
ndencia ge
o decrece 
 vez queda
ida en cad
 anteriores
nte t = 50 
o en ese in
l: 
	
que indic
ntes parra t
igura 12:
 represent
neral no e
al final. La 
n menos s
a instante 
. El que f
es de un 
stante el n
a que la t
= 50. 
Fig
  Curva in
a la función
s del todo d
explicación
upervivient
al número
(50) valga 
0,72 por 10
úmero de 
(
()50( 
R
fz
asa instant
ura 13:  F
 
fiabilidad 
 de tasa d
iferente a 
 es sencilla
es que pue
 de superv
0,0072 ind
0 de la po
supervivien
8,0
00,0
)50
)50 
ánea de fa
unción de
F(t) y Fiab
e fallo de l
la de la den
. La densid
dan fallar. 
ivientes, n
ica que la
blación ini
tes es el 8
0082,0
8
72 
llo es del 0
 tasa de f
 
ilidad R(t
a distribuci
sidad, con
ad de fallo
Como la ta
o resulta a
 frecuencia
cial por un
8 por 100 
,82 por 10
 
allo 
FIAB
) 
ón conside
 la diferenc
 decrece po
sa de fallo
fectada po
 de fallo 
idad de tie
de la pobl
0 de los s
ILIDAD  
29
rada. 
ia de 
rque 
 está 
r los 
en el 
mpo. 
ación 
ሺ25ሻ	
uper-
FIABILIDAD  
 30
3.4. Funciones de distribución estadísticas 
de fallos 
3.4.1. Introducción 
Se han propuesto numerosas distribuciones teóricas para describir 
matemáticamente las leyes de fallo de diversos dispositivos. Las funciones de 
distribución más  utilizadas son  la exponenciales, la distribución normal de Weibull, 
gamma, log-norma, etc., cada una con sus virtudes y su campo de aplicación. 
Evidentemente, lo correcto es contrastar las hipótesis de distribución antes de 
aceptarlas como razonables.  
A continuación se explican varias distribuciones comúnmente utilizadas. 
3.4.2. La curva de bañera 
Anteriormente se han descrito los tipos de fallos, según los cuales, a 
semejanza con los seres humanos, los componentes y, en general, los dispositivos no 
reparables, mueren por taras infantiles, por azar o por desgaste. 
La curva de tasa de fallo correspondiente tendrá una forma como la que 
muestra la figura curva de bañera, que hace que los americanos la denominen bathtub 
curve (curva de bañera). Nótese que la curva de fuerza de mortalidad humana es 
bastante parecida. 
La curva de bañera revela tres partes bien definidas:  
 Fallos infantiles: esta etapa se caracteriza por tener una elevada tasa 
de fallos que desciende rápidamente con el tiempo. Estos fallos pueden 
deberse a diferentes razones como equipos defectuosos, instalaciones 
incorrectas, errores de diseño del equipo, desconocimiento del equipo 
por parte de los operarios o desconocimiento del procedimiento 
adecuado. 
 Fallos normales: etapa con una tasa de errores menor y constante. Los 
fallos no se producen debido a causas inherentes al equipo, sino por 
causas aleatorias externas. Estas causas pueden ser accidentes 
fortuitos, mala operación, condiciones inadecuadas y otros sucesos 
fortuitos. 
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Para la vida útil, con tasa de fallo constante, es forzoso emplear una densidad 
exponencial, como la siguiente: 
	
100000/
2 100000
1)( tetf 
	 ሺ29ሻ	
Finalmente, el período de desgaste, caracterizado por una tasa de fallo cre-
ciente, exige una densidad en forma de campana, como son las normales y ciertos 
casos de la de Weibull. Se emplea la densidad normal: 
	
2
1000
10000
2
1
3 21000
1 

 
t
ef  	 ሺ30ሻ	
3.4.3. Período infantil 
Se han propuesto diversas maneras de tratar analíticamente el período infantil. 
Un enfoque consiste en suponer que la población inicial incluye una proporción de 
dispositivos subnormales con tasa de fallo constante superior a la de los dispositivos 
normales. 
Es frecuente en electrónica someter a los componentes, antes de montarlos en 
los circuitos, a un período de funcionamiento de, por ejemplo, 180 a 200 horas para 
eliminar los subnormales. Este proceso, realizado a menudo por el fabricante del 
componente con lotes de fabricación completos, se llama burn-in. Se llamara al burn-
in, purga. 
Otra manera de eliminar componentes con taras infantiles es hacer funcionar el 
sistema del que forman parte. Esta operación, llamada debugging (supresión de 
chinches), es la que hace el que compra un automóvil, haciendo votos porque todos 
los componentes subnormales fallen en el período de garantía. Es frecuente que las 
condiciones de recepción de un producto incluyan un número dado de horas de 
ensayo previo, pero esto no es siempre aplicable. En estos casos, se purgan los 
componentes antes de montarlos. 
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también  que la distribución de Poisson se utiliza para calcular la probabilidad de 
números específicos de “eventos” durante un período o espacio particular. En muchas 
aplicaciones, el período o la cantidad de espacio es la variable aleatoria. Por ejemplo 
un ingeniero industrial puede interesarse en el tiempo T entre llegadas en una 
intersección congestionada durante la hora de salida de trabajo en una gran ciudad. 
Una llegada representa el evento de Poisson. 
La relación entre la distribución exponencial (con frecuencia llamada 
exponencial negativa) y el proceso llamado de Poisson es bastante simple. La 
distribución de Poisson se desarrolló como una distribución de un solo parámetro l, 
donde l puede interpretarse como el número promedio de eventos por unidad de 
“tiempo”. Considérese ahora la variable aleatoria descrita por el tiempo que se 
requiere para que ocurra el primer evento. Mediante la distribución de Poisson, se 
encuentra que la probabilidad de que no ocurran en el espacio hasta el tiempo t está 
dada por: 
	 !0
)(),0(
0tEtp
t 


	;		Eൌ2.718		 ሺ32ሻ	
Ahora puede utilizarse lo anterior  y hacer que X sea el tiempo para el primer 
evento de Poisson. La probabilidad de que el período hasta que ocurre el primer 
evento de Poisson exceda x es la misma que la probabilidad de que no ocurra un 
evento de Poisson en x. Esto último por supuesto está dado por tE  . Como resultado, 
	 PሺX	³	xሻ	ൌ tE  		 ሺ33ሻ	
Entonces, la función de distribución es: 
	
tetF 1)( 	 ሺ34ሻ	
La función de densidad de la distribución exponencial: 
	
tetf  )( 	 ሺ35ሻ	
Su función de fiabilidad 
	
tetR )( 	 ሺ36ሻ	
Y su tasa de fallo 
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	 
 1)( tz
	 ሺ37ሻ	
Nótese que la media de la distribución exponencial es el parámetro β, el 
recíproco del parámetro en la distribución de Poisson. Con frecuencia se dice que la 
distribución de Poisson no tiene memoria, lo cual implica que las ocurrencias en 
períodos de tiempo sucesivos son independientes. Aquí el parámetro importante β es 
el tiempo promedio entre eventos. En teoría de la confiabilidad,  donde la falla de un 
equipo concuerda con el proceso de Poisson, β recibe el nombre de tiempo promedio 
entre fallas. Muchas descomposturas de equipo siguen el proceso de Poisson, y 
entonces la distribución exponencial es aplicable.  
Se aplica la distribución exponencial en componentes purgados de vida útil 
muy larga, que excede de la vida de servicio de los sistemas de que forman parte, en 
componentes purgados que se sustituyen preventivamente antes de que llegue el 
desgaste, en sistemas en serie compuestos de bloques exponenciales y, en la prác-
tica, en sistemas reparables muy complejos en que no haya redundancias dominantes.  
Es evidente que en los dos primeros casos la vida media   no lo es en rigor, 
pues no se tiene en cuenta más que la parte central de la curva de bañera. Utilizando 
el modelo descrito en el punto la curva de bañera, es fácil ver que la densidad f3(t) 
desplaza a la izquierda la vida media. Por ello, el parámetro  , tratándose de 
componentes sujetos a desgaste, aunque empleados sólo durante su vida útil, es una 
"vida media ficticia". 
	  
   
0 0
1)( 
 dtedttR t
	 ሺ38ሻ 
En el caso de sistemas que fallan exponencialmente y son reparables,   es el 
tiempo medio entre fallos (mean time between failures o MTBF). Evidentemente, los 
sistemas reparables tienen una nueva vida después de cada reparación. La 
distribución de fallos, en general, puede variar a cada fallo, por desgaste de los 
componentes que no han fallado y siguen en el sistema. No obstante, para los 
sistemas en serie como rigurosa o aproximadamente exponenciales, las sucesivas 
distribuciones son aproximadamente iguales, conservando el mismo valor de  . 
Aunque el término MTBF se ha empleado para casos no exponenciales y también para 
componentes sencillos, ahora se aplicará sólo al tiempo medio entre fallos de sistemas 
exponenciales. 
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3.4.5. La distribución normal 
La función que nos define esta distribución es: 
	
2
2
2
)(
2
2
1),,( 




 
x
t ExFE
	 ሺ39ሻ 
Al dar a la función los valores de m, s2 y valores a x, obtendremos la  función 
de distribución en cuestión, la que tiene forma de campana, por lo que también se le 
conoce como campana de Gauss. Hay un número infinito de funciones de densidad 
Normal, una para cada combinación de m y s. La media m mide la ubicación de la 
distribución y la desviación estándar s mide su dispersión. 
 Es simétrica con respecto a su eje vertical. 
 Es asintótica con respecto a su eje horizontal; esto quiere decir que 
jamás va a tocar el eje de las equis. 
 El área total bajo la curva es 1. 
 Se observa que el 68.26% de los datos se encuentran en m ± s, se 
observará que aproximadamente el 68.26% de los datos se 
encuentran bajo la curva,  el 95.44% alrededor de m ± 2s, de los 
datos estará entre esos límites y el el 99.74% de los datos dentro de 
esos límites de m ± 3s. Esta característica es a la vez una forma 
empírica y rápida de demostrar si los datos que se analizan tienen 
una distribución Normal; ya que para trabajar los datos con esta 
distribución, debe verificarse que efectivamente así se distribuyen, 
ya que de no hacerlo, las decisiones que en un momento dado se 
tomarán de un análisis de los datos con la distribución Normal, 
serían erróneas. 
¿Cómo se determinan probabilidades con la distribución Normal? 
Lo más lógico es que la función f(x, m, s2), se integre entre los límites de la 
variable x; esto es, 
	  ba dxxfbxap ),,()( 2 	 ሺ40ሻ	
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La distribución normal tiene dos parámetros, la media   y la desviación típica σ 
(o la varianza σ 2). 
Las funciones de densidad, distribución (infiabilidad) y fiabilidad son: 
	
2
2
1
2
1)(

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  


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etf
	 ሺ42ሻ	
	
dxetF
x
t
2
2
1
2
1)(


 
 

 	 ሺ43ሻ	
	
dxetR
x
t
2
2
1
2
1)(


  

 	 ሺ44ሻ	
La vida media será: 
	    dtttfE )()( 	 ሺ45ሻ	
	
La varianza es: 
	   22 )()()(  dttftV 	 ሺ46ሻ	
y la desviación típica D(t) es la raíz cuadrada de la varianza, es decir, σ. 
La función de tasa de fallo es siempre creciente: 
	 
 
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
	 ሺ47ሻ	
El límite inferior de integración es -∞ en vez de 0. Esto se debe a que la 
densidad normal no es nula en todo el eje real, y no sólo en el semieje positivo. De 
esta forma, es posible que el fallo se produzca antes del instante inicial t = 0. Este 
defecto de la distribución normal como modelo de distribución de fallos no es grave si 
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La distribución lognormal es importante en la representación de fenómenos de 
efectos proporcionales, tales como aquellos en los que un cambio en la variable en 
cualquier punto de un proceso es una proporción aleatoria del valor previo de la 
variable. Algunos fallos en el programa de mantenimiento entran en esta categoría. 
Para evitar el defecto de la distribución normal como distribución de tiempos 
hasta el fallo, es decir, la no nulidad de su densidad para valores negativos de t, se ha 
sugerido para el estudio de los fallos por desgaste la distribución log-normal, cuya 
función de densidad es: 
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La densidad log-normal sólo tiene valores reales para t≥0. Por supuesto, su 
media y su varianza no son  ´y ´ , sino: 
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	 ሺ50ሻ	
La función de tasa de fallo es inicialmente creciente. 
Quizá donde ha encontrado más aceptación la distribución log-normal es en 
estudios de reparabilidad, como distribución de tiempos de reparación. Dichos 
tiempos, en efecto, suelen acumularse alrededor de una media, pero algunas 
reparaciones se prologan de una forma que queda bien representada por la cola 
derecha de la log-normal. 
Se puede resaltar que el parámetro de localización de la distribución normal 
original se ha convertido ahora en un parámetro de escala coincidente con la media. 
La dispersión a es también un parámetro de forma según se puede ver en la figura 
siguiente, donde aparece la función densidad de probabilidad de la distribución 
lognormal para distintos valores de s (0,4; 0,6; 1,0 y 1,4). 
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3.4.7. La distribución de Weibull 
El investigador sueco W. Weibull estudió (1939) la vida de fatiga de los metales 
y propuso la distribución que lleva su nombre. La distribución de Weibull es hoy de 
muy amplía aplicación en fiabilidad, por su flexibilidad y por su facilidad de manejo 
mediante papel probabilístico.  
La distribución de Weibull complementa a la distribución exponencial y a la 
normal, que son casos particulares de aquella, como veremos. A causa de su mayor 
complejidad sólo se usa cuando se sabe de antemano que una de ellas es la que 
mejor describe la distribución de fallos o cuando se han producido muchos fallos (al 
menos 10) y los tiempos correspondientes no se ajustan a una distribución más 
simple. En general es de gran aplicación en el campo de la mecánica. 
Aunque existen dos tipos de soluciones analíticas de la distribución de Weibull 
(método de los momentos y método de máxima verosimilitud), ninguno de los dos se 
suele aplicar por su complejidad. En su lugar se utiliza la resolución gráfica a base de 
determinar un parámetro de origen (t0). Un papel especial para gráficos, llamado papel 
de Weibull, hace esto posible. El procedimiento gráfico, aunque exige varios pasos y 
una o dos iteraciones, es relativamente directo y requiere, a lo sumo, álgebra sencilla. 
La distribución de Weibull nos permite estudiar cuál es la distribución de fallos 
de un componente clave de seguridad que pretendemos controlar y que a través de 
nuestro registro de fallos observamos que éstos varían a lo largo del tiempo y dentro 
de lo que se considera tiempo normal de uso. El método no determina cuáles son las 
variables que influyen en la tasa de fallos, tarea que quedará en manos del analista, 
pero al menos la distribución de Weibull facilitará la identificación de aquellos y su 
consideración, aparte de disponer de una herramienta de predicción de 
comportamientos. Esta metodología es útil para aquellas empresas que desarrollan 
programas de mantenimiento preventivo de sus instalaciones.  
1.1.1. Características generales 
Sabemos que la tasa de fallos se puede escribir, en función de la fiabilidad, de 
la siguiente forma:  
 λሺtሻ ൌ െ
೏ሾೃሺ೟ሻሿ
೏೟
ோሺ௧ሻ 					 ሺ51ሻ	
ó	R	ሺtሻ	ൌ	exp	ሾ	‐	ò	λ	ሺtሻ	d	t	ሿ 
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siendo:  
λ(t) - Tasa de fallos 
R (t) - Fiabilidad 
F (t) - Infiabilidad o Función acumulativa de fallos 
t - Tiempo  
En 1951 Weibull propuso que la expresión empírica más simple que podía 
representar una gran variedad de datos reales podía obtenerse escribiendo:  
 ׬ λሺtሻdt ൌ ቀ௧ି௧బఎ ቁ
ఉ	 ሺ52ሻ	
por lo que la fiabilidad será:  
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siendo :  
 - parámetro inicial de localización 
η- parámetro de escala o vida característica 
ß - parámetro de forma  
Se ha podido demostrar que gran cantidad de representaciones de fiabilidades 
reales pueden ser obtenidas a través de ésta ecuación, que como se mostrará, es de 
muy fácil aplicación. 
La distribución de Weibull se representa normalmente por la función 
acumulativa de distribución de fallos F (t):  
	


 


 
t
etF 1)( 	 ሺ54ሻ	
siendo la función densidad de probabilidad:  
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	 ሺ55ሻ	
La tasa de fallos para esta distribución es:  
	
  1)(   
 ttz
	 ሺ56ሻ	
Las ecuaciones anteriores sólo se aplican para valores de (t -  ) ³ 0. Para 
valores de (t -  ) < 0, las funciones de densidad y la tasa de fallos valen 0. Las 
constantes que aparecen en las expresiones anteriores tienen una interpretación 
física.  
   es el parámetro de posición (unidad de tiempos) 0 vida mínima y 
define el punto de partida u origen de la distribución. 
 h es el parámetro de escala, extensión de la distribución a lo largo, del 
eje de los tiempos. Cuando (t -  ) = h la fiabilidad viene dada por: 
R (t) = exp - (1)ß = 1/exp 1ß = 1 / 2,718 = 0,368 (36,8%) 
Entonces la constante representa también el tiempo, medido a partir de 
t0 = 0, según lo cual dado que F (t) = 1 - 0,368 = 0,632, el 63,2 % de la 
población se espera que falle, cualquiera que sea el valor de ß ya que 
como hemos visto su valor no influye en los cálculos realizados. Por 
esta razón también se le llama usualmente vida característica. 
 ß es el parámetro de forma y representa la pendiente de la recta 
describiendo el grado de variación de la tasa de fallos. 
Las variaciones de la densidad de probabilidad, tasa de fallos y función 
acumulativa de fallos en función del tiempo para los distintos valores de ß, están 
representados gráficamente en la figura siguiente.  
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pseudoaleatoria. En este caso nos encontramos que la 
distribución de Weibull es igual a la exponencial. 
o si ß > 1 la tasa de fallo se incrementa con la edad de forma 
continua lo que indica que los desgastes empiezan en el 
momento en que el mecanismo se pone en servicio. 
o si ß = 3,44 se cumple que la media es igual a la mediana y la 
distribución de Weibull es sensiblemente igual a la normal. 
  > 0: El mecanismo es intrínsecamente fiable desde el momento en que 
fue puesto en servicio hasta que t =   , y además:  
o si ß < 1 hay fatiga u otro tipo de desgaste en el que la tasa de 
fallo disminuye con el tiempo después de un súbito incremento 
hasta t0 ; valores de ß bajos ( ~ 0,5 ) pueden asociarse con 
ciclos de fatigas bajos y los valores de b más elevados (~ 0,8) 
con ciclos más altos. 
o si ß > 1 hay una erosión o desgaste similar en la que la 
constante de duración de carga disminuye continuamente con el 
incremento de la carga. 
  < 0. Indica que el mecanismo fue utilizado o tuvo fallos antes de iniciar la 
toma de datos, de otro modo  
o si ß < 1 podría tratarse de un fallo de juventud antes de su 
puesta en servicio, como resultado de un margen de seguridad 
bajo. 
o si ß > 1 se trata de un desgaste por una disminución constante 
de la resistencia iniciado antes de su puesta en servicio, por 
ejemplo debido a una vida propia limitada que ha finalizado o era 
inadecuada. 
1.1.3. Análisis de Weibull 
Uno de los problemas fundamentales de la distribución de Weibull es la 
evaluación de los parámetros ( ,η, ß) de esta distribución. Para ello se dispone de 
dos métodos: a través únicamente del cálculo mediante el método de los momentos o 
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Y = 
)(1
1lnln
tF  (función de t). 
B = - ß ln η (constante).  
A = ß (coeficiente director). 
de donde tenemos:  
Y = AX + B (ecuación de una recta)   
Para determinar los parámetros ß y η se utiliza la representación de 
Weibull.  
 Cálculo de ß: ß es el parámetro de forma y representa la pendiente de 
la recta. Para calcularlo, se hace pasar una recta paralela a la recta 
obtenida con la representación gráfica de los datos de partida por el 
punto 1 de abscisas y 63,2 de ordenadas pudiendo leer directamente el 
valor de ß en una escala tabulada de 0 a 7. 
 Cálculo de η: η  es el parámetro de escala y su valor viene dado por la 
intersección de la recta trazada con la línea paralela al eje de abscisas 
correspondiente al 63,2% de fallos acumulados. En efecto se demuestra 
que para la ordenada    = 0, F (t) = 63,2. 
 Y = 0
)(1
1lnln  tF  
 e
tF
e
tFtF
/1
)(1
1ln;
)(1
1ln;1
)(1
1ln   
 F (t) = 1 - [ 1/e ] = 1 - [1/2,7183] = 1 - 0,3679 = 0,6321 (63,21 %) 
 De donde para   = 0 tendremos que AX + B = 0; como según hemos 
visto anteriormente: 
 A = ß B = - ß Ln η 
 Tendremos que se cumple: 
 ß X - ß Ln η = 0; ß X = ß Ln η ; 
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3.5. Ensayos de fiabilidad 
3.5.1. Introducción 
A lo largo de las etapas de definición, diseño, fabricación de prototipos, 
producción y uso de un componente, equipo o sistema, es necesario realizar siempre 
gran cantidad de ensayos conocidos tradicionalmente como ensayos de factibilidad del 
diseño, desarrollo, calificación, control de calidad, aceptación y evaluación en servicio. 
Todos ellos son básicamente ensayos de actuaciones, simples pruebas funcionales o 
ensayos ambientales. Sirven para determinar si un dispositivo funciona correctamente 
y es capaz de soportar determinados esfuerzos internos y ambientales (temperatura, 
humedad, vibración, choque, etc.). Evidentemente, los fallos que se experimenten en 
cualquier ensayo pueden revelar, y revelan a menudo, puntos de fiabilidad 
insatisfactoria que deben dar lugar a una acción correctiva (mejora del diseño, de los 
métodos de producción, etc.), pero no bastan, por lo general, para establecer 
conclusiones cuantitativas sobre la fiabilidad del dispositivo. 
En los últimos años, a los ensayos tradicionales se han añadido los ensayos de 
fiabilidad, encaminados específicamente a la obtención de datos cualitativos y 
cuantitativos de fiabilidad. 
3.5.2. Clases de ensayos de fiabilidad 
Los ensayos de fiabilidad pueden clasificarse en: ensayos de medición y 
demostración de la fiabilidad, ensayos de medición de la variación de parámetros, 
ensayos de investigación de modos y mecanismos de fallo y ensayos de cribado de 
componentes. 
1.1.1. Ensayos de medición y demostración 
Por la medición de la fiabilidad se entiende la estimación estadística de la 
misma o de los parámetros que la determinan. Cuando existe un requisito previo de 
fiabilidad, una contrastación estadística puede demostrar, con determinado nivel de 
confianza, que el dispositivo lo cumple. 
Los dispositivos a ensayar para medir o demostrar su fiabilidad pueden ser del 
tipo que sólo se usa una vez (dispositivos one-shot). Dentro de este tipo hay 
dispositivos cuya función implica su destrucción, de forma que no pueden someterse a 
un ensayo previo a su utilización, como ocurre con los fusibles, elementos pirotécnicos 
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(iniciadores, corta-cables, etc.) y cohetes de combustible sólido. En este caso, la 
medición o demostración de la fiabilidad exige un muestreo por atributos (éxito-
fracaso) o por variables (es decir, por medidas). Otros dispositivos one-shot pueden 
ensayarse antes de su empleo, como los sistemas de despliegue de los mástiles de 
satélite y los sistemas de guiado de misiles. Las piezas cuya fiabilidad puede 
estudiarse mediante un modelo esfuerzo-resistencia pueden ensayarse a rotura para 
determinar la distribución de su resistencia, utilizando un plan de muestreo por 
variables. Otras veces, se ensayan hasta un nivel de esfuerzo de prueba mediante un 
plan por atributos. Los planes por atributos exigen una muestra mayor que los planes 
por variables, pero en el caso de las piezas mecánicas, las supervivientes pueden 
usarse posteriormente. 
Los dispositivos cuya fiabilidad depende del tiempo se someten a ensayos de 
vida. Cuando se conoce la forma de la distribución de tiempos hasta el fallo o tiempos 
entre fallos, es posible establecer planes de muestreo por variables para estimar o 
contrastar los parámetros desconocidos. Si no es posible establecer una hipótesis de 
distribución, puede estimarse o contrastarse la fiabilidad para uno o más tiempos de 
funcionamiento dados (método no paramétrico por atributos).  
Los métodos de muestreo por atributos, son muy familiares en control de cali-
dad. El muestreo por variables usado en control de calidad suele basarse en la 
hipótesis de que el parámetro que interesa se distribuye normalmente.  
Aunque los datos estadísticos recogidos en campo de utilización pueden servir 
en muchos casos para medir la fiabilidad a posteriori, llegan demasiado tarde, para 
ciertos fines importantes, como es la mejora de la fiabilidad por eliminación de puntos 
débiles desde las primeras unidades de producción. Por otra parte, muchos contratos 
obligan hoy día a una demostración de la fiabilidad previa a la entrega del producto. 
Así como la medición de la fiabilidad puede realizarse post mortem, mediante datos de 
utilización real, a fin de obtener una información válida para futuras aplicaciones, la 
demostración suele implicar la realización de ensayos de laboratorio diseñados como 
un experimento estadístico cuidadoso. Cuando se pretenda utilizar datos de campo de 
utilización a fines de inferencia estadística, es necesario analizar dichos datos para ver 
si pueden considerarse resultado de un muestreo aleatorio, es decir, si son una buena 
representación de la población de dispositivos o, por el contrario, son indeseables. Los 
métodos estadísticos a emplear deben ser definidos por un especialista. 
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La necesidad de realizar ensayos de fiabilidad con aquellos tipos de 
dispositivos cuya fiabilidad no puede predecirse mediante un modelo matemático, con 
datos previos de la fiabilidad de sus subconjuntos o piezas, es evidente. Esto ocurre 
con los componentes más simples. Pero cuando se trata de niveles de montaje más 
elevados, sólo los ensayos podrán darnos en un plazo relativamente corto una 
indicación de lo acertado de la predicción, de si los datos de fiabilidad de componentes 
usados en dicha predicción eran correctos para la aplicación de los mismos, si 
aparecen modos de fallo no previstos y si el modelo matemático era adecuado. 
A veces se requiere un análisis de crecimiento de la fiabilidad como función 
permanente a través de las diferentes etapas de evolución del producto. Normalmente, 
la fiabilidad mejora durante las fases de desarrollo y ensayos, sufriendo un descenso 
en la fase inicial de empleo para alcanzar sus mayores valores cuando el dispositivo 
ha alcanzado su madurez en campo de utilización. Para estudiar el crecimiento de la 
fiabilidad se requiere hacer sucesivas mediciones de la misma, preferiblemente usando 
técnicas de estimación por intervalos de confianza.  
1.1.2. Ensayos de variación de parámetros 
Para la predicción de la fiabilidad respecto de fallos por deriva de parámetros 
es necesario conocer cómo varían los parámetros de los componentes por efecto del 
envejecimiento, que es función de los esfuerzos y del tiempo. Los ensayos de 
variación de parámetros de los componentes consisten en mediciones sucesivas de 
los parámetros a lo largo de extensos períodos de funcionamiento. La variación que se 
observe entre los valores de los parámetros de las unidades de una muestra se 
traducirán en distribuciones estadísticas. 
También debe mencionarse el análisis, mediante ensayos, de la sensibilidad de 
los parámetros de salida a la variación de los parámetros internos. 
Los fallos por deriva de parámetros se suelen incluir en los ensayos de medi-
ción y demostración definiendo con precisión tolerancias para los parámetros de 
salida, lo que equivale a definir los fallos no catastróficos. 
1.1.3. Ensayos de investigación de modos y mecanismos 
de fallo 
Con estos ensayos se pretende conocer mejor las causas físicas de fallo de los 
componentes para mejorar su diseño. Es frecuente aprovechar para estos análisis los 
fallos ocurridos en ensayos realizados con otros fines, así como los fallos en campo de 
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utilización. Para ello es preciso establecer un buen sistema de informes de fallos. 
Cuando, a fin de conseguir suficientes fallos en poco tiempo, se aplican factores de 
aceleración, es preciso tener en cuenta que la elevación del nivel de esfuerzos 
internos y ambientales puede modificar los modos y mecanismos de fallo, haciendo 
aparecer algunos que no se observan en utilización normal e incluso eliminando 
parcial o totalmente otros que se producen a niveles normales de esfuerzos. 
1.1.4. Ensayos de cribado 
El cribado o selección unitaria (screening) se practica de acuerdo con las 
especificaciones para componentes de alta fiabilidad. La criba tiene por objeto eliminar 
las unidades con taras infantiles y aquellas que presentan síntomas indicativos de vida 
corta. Se efectúa sometiendo a toda la población a una serie de pruebas e 
inspecciones. Con ello se espera (y la experiencia indica que se consigue) retener a 
los individuos más aptos para el servicio. La extensión del cribado puede reducirse a 
un solo ensayo o abarcar una serie considerable de pruebas e inspecciones, cada uno 
de cuyos pasos es eliminatorio. 
El ensayo más típico dentro de los incluidos en las cribas es la purga (burn-in) 
que consiste en someter al lote a un funcionamiento de envejecimiento para inducir 
fallos infantiles. Naturalmente, los componentes que no acusen inicialmente una tasa 
de fallo decreciente no deben someterse a purga. Los esfuerzos internos y 
ambientales suelen ser los máximos esperados en funcionamiento normal o los 
nominales. La duración de la purga para componentes electrónicos suele ser de una 
semana (168 horas) o algo más. En determinadas circunstancias se han aconsejado 
purgas de mayor duración. Evidentemente, si la misión del dispositivo debe durar h 
horas, el tiempo óptimo de purga t0 debe ser tal que la fiabilidad de misión sea 
máxima: 
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Para poder determinar t0 hace falta conocer la función z(t) de este tipo de 
componente con una precisión difícil de conseguir. 
Se ha llamado purga al burn-in por su aspecto de eliminación de "individuos 
subnormales". Este aspecto es común a cualquier inspección o prueba dentro de una 
criba. Pero la purga suele cumplir también una función de estabilización de 
características. Los franceses llaman al burn-in rodaje, pero el rodaje (en inglés run-in 
o break-in) tiene una misión ajena a la criba. No elimina individuos, sino defectos y 
asperezas, con vistas a un funcionamiento posterior "suave" y mejor. 
Aparte de eliminar las unidades falladas en las pruebas, la criba desecha 
aquellas que en las inspecciones y mediciones de parámetros revelan condiciones 
inadecuadas (fuera de tolerancias) o indicaciones de bajo potencial de tiempo de 
funcionamiento correcto.  
Al desechar las unidades con deriva excesiva y las pertenecientes a lotes con 
alta proporción de deriva excesiva, la criba nos deja un conjunto de unidades mucho 
más estable y homogéneo. 
3.5.3. Ensayos de vida de larga duración 
Anteriormente se ha dicho que los dispositivos cuya fiabilidad depende del 
tiempo se someten a ensayos de vida para medir o demostrar su fiabilidad. Este tipo 
de ensayos es largo y costoso, pues exige mantener en funcionamiento, en 
condiciones ambientales específicas, una muestra hasta que fallen todas o parte de las 
unidades. (En ciertos casos, puede demostrarse un requisito de fiabilidad sin fallos, 
pero el tiempo acumulado de ensayo no deja de ser muy largo si la fiabilidad a 
demostrar es elevada y el nivel de confianza también.) 
Si se puede aceptar razonablemente una hipótesis sobre la forma de la distri-
bución de tiempos hasta el fallo (o entre fallos) para el dispositivo que nos interesa, la 
finalidad de nuestro ensayo será estimar los parámetros de la distribución o contrastar 
estadísticamente la hipótesis de que dichos parámetros satisfacen determinadas 
condiciones. En caso de no poder admitir una hipótesis de distribución, los ensayos no 
paramétricos (estimación o contrastación de puntos de la curva de fiabilidad) resultan 
todavía más costosos. 
Así como las pruebas funcionales de ingeniería se hacen en tiempo corto y en 
condiciones ambientales normales, los ensayos ambientales tradicionales exigen 
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generalmente condiciones máximas de temperatura, presión o vacío, choque, 
vibración, aceleración, etc. Los ensayos de fiabilidad, los más largos de todos, exigen 
condiciones ambientales similares a las esperadas en utilización real. 
1.1.1. Hipótesis de distribución 
De las numerosas distribuciones que pueden representar el tiempo hasta el 
fallo o el tiempo entre fallos de los dispositivos, las más usuales son la exponencial, la 
normal, la log-normal, la de Weibull y la gamma. 
La validez de los ensayos basados en una hipótesis de distribución depende de 
la buena elección de dicha hipótesis. A veces, la experiencia con dispositivos análogos 
puede justificar esta elección. Cuando se dispone o se puede disponer de resultados 
de ensayo, suelen utilizarse procedimientos gráficos con papel probabilístico (como 
papel de Weibull). Los métodos analíticos basados en contrastes de bondad de ajuste 
son muy utilizados. En todo caso, tanto los métodos gráficos como analíticos no 
consiguen sino descartar las hipótesis que parecen más disparatadas. De esta forma, 
no es raro ver, por ejemplo, que a unos datos de ensayo se puede ajustar una 
distribución normal, una de Weibull y una gamma con el resultado de que ninguna de 
las tres hipótesis parezca inverosímil. Continuar ensayando puede ayudar a descartar 
alguna. En todo caso, es en las colas donde se revelan más las discrepancias y 
conseguir datos suficientes para poder opinar en puntos alejados de la media, es un 
proceso largo y costoso. 
1.1.2. Esfuerzos y condiciones ambientales 
Para conocer la fiabilidad de un dispositivo sometido a determinados esfuerzos 
y condiciones ambientales, es necesario ensayarlo con esos esfuerzos y en ese 
ambiente. La extrapolación de resultados obtenidos en condiciones diferentes es 
arriesgada. Por ello, parecerá ideal realizar el ensayo en campo de utilización real. No 
obstante, suele ser más práctico realizar los ensayos en laboratorio, aplicando los 
esfuerzos internos especificados y simulando el ambiente de aplicación real. Habrá 
que recurrir a los ensayos en ambiente operativo cuando este ambiente no pueda 
simularse en laboratorio. 
Cuando se trata de investigar el efecto de los factores de alivio (derating) para 
componentes, es preciso efectuar ensayos a diferentes niveles de esfuerzo y 
ambientales. Por el contrario, la demostración de fiabilidad se limitará a los esfuerzos y 
ambientes más severos esperados en la vida operativa del dispositivo. 
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Las especificaciones de demostración de la fiabilidad deben contener detalles 
completos sobre los esfuerzos y niveles ambientales a aplicar durante los ensayos. En 
muchas ocasiones, la aplicación de esfuerzos internos y ambientales se realiza en 
forma de ciclos. Véase, la norma MIL-STD-781. 
3.5.4. Ensayos acelerados 
Se entiende por aceleración de un ensayo de vida al aumento de la exposición 
al fallo por unidad de tiempo. Este aumento se puede conseguir elevando el nivel de 
esfuerzos internos, la severidad ambiental o la frecuencia de aplicación de estas 
solicitaciones. 
Cuando se elevan los esfuerzos y la severidad de las condiciones ambientales, 
aceleramos la producción de fallos tanto por azar como por desgaste (envejecimiento). 
En estas condiciones, es necesario mantener los esfuerzos y parámetros ambientales 
dentro de ciertos límites para no cambiar los mecanismos de fallo. Se pretende que 
todo ocurra igual que en condiciones normales, aunque en menos tiempo. Esto es lo 
que se llama aceleración verdadera y es muy difícil o imposible de conseguir en la 
generalidad de los casos con dispositivos afectados de múltiples mecanismos de fallo. 
En ocasiones, es posible acelerar por separado un mecanismo de fallo (como la 
fatiga), pero en electrónica el problema suele ser más complejo. 
Se ha hablado mucho de las ecuaciones de aceleración, algunas tomadas de la 
física, como la de Arrhenius o la de Eyring. Con estas ecuaciones u otras, se pretende 
correlacionar el comportamiento de un dispositivo con la temperatura, generalmente. 
Dada la gran variedad de componentes, aún sin que se salga del dominio de la 
electrónica, el campo de estudio es enorme y lo que hasta ahora se sabe es muy poco 
para establecer predicciones válidas en la generalidad de los casos. 
En electrónica se han realizado numerosos ensayos para correlacionar la tasa 
de fallo con uno o más tipos de solicitación. Por ejemplo, se ha tratado de determinar 
factores de aceleración para la tasa de fallo en función de la tensión eléctrica y de la 
temperatura.  
Los ensayos con solicitaciones escalonadas (step-stress) suelen ser muy útiles 
para la investigación de mecanismos de fallo, pero no suministran en general datos de 
tasa de fallo. 
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3.5.5. Introducción a la ecuación de Arrhenius  
El modelo de Arrhenius es probablemente la relación más común utilizada en 
los ensayos acelerados de vida, donde la variable de aceleración es la temperatura. El 
modelo se describe a continuación: 
KT
EA
AeTR
)(  
donde: 
R, es la velocidad de reacción. 
T, es el valor absoluto de la temperatura (kelvin). 
A, es uno de los parámetros no térmicos del modelo que debe ser determinado. 
EA, es la energía de activación (eV). 
K, es la constante de Boltzman = 8.617385*10-5 eVK-1. 
La energía de activación es la energía que una molécula debe tener para 
participar en la reacción. En otras palabras, es una medida del efecto que la 
temperatura tiene sobre la reacción. 
Para que el modelo de Arrhenius sea válido para ensayos en células solares 
que es el objetivo de este proyecto hay que tener en cuenta que el ensayo ha de 
realizarse a diferentes temperaturas, dado que hay dos incógnitas en la ecuación, la 
energía de activación del fallo y la constante A. La diferencia entre esas temperaturas 
ha de ser considerable, para poder evaluar la energía de activación de una forma 
precisa, teniendo en cuenta de no usar una temperatura que provoque modos de 
fallos. El tiempo en que se produce un fallo es inversamente proporcional a la 
velocidad de reacción:  
     ;)(
KT
EA
AeTt
      (67) 
Esta ecuación se puede linearizar tomando logaritmos neperianos a ambos 
lados: 
	 KT
EATt A ln)(ln
	 ሺ68ሻ	
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Representado una variable temporal de la vida del dispositivo con respecto 
1/KT  a varias temperaturas tendremos puntos que siguen una línea recta de la que 
podremos obtener la energía de activación. Una vez obtenida la energía de activación 
es posible obtener la ley de vida a la temperatura nominal de funcionamiento. 
Este es el modelo que utilizaremos en los ensayos acelerados de los que 
mostraremos unos resultados preliminares en el capítulo de resultados. 
 
Sistema de 
medida 
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La realización de ensayos acelerados en células solares presenta importantes 
dificultades por la necesidad de hacer funcionar a las células dentro de la cámara 
climática. A la mayoría de los dispositivos es sencillo hacerlos trabajar dentro de la 
cámara climática, sin embargo la iluminación de las células dentro de la cámara 
climática presenta importantes dificultades. En este capítulo vamos a explicar la 
metodología empleada para realizar los ensayos acelerados en células solares de 
concentración. 
4.1. Metodología de trabajo 
A continuación se describen los pasos llevados a cabo para la realización de la 
metodología para el ensayo acelerado en células solares, para posteriormente poder 
realizar la evaluación de la fiabilidad de las células solares de concentración. Para 
realizar los ensayos acelerados es necesario hacer funcionar y caracterizar a la célula 
dentro de la cámara climática. El funcionamiento de la célula se emulará mediante la 
inyección de corriente mientras que su caracterización se realizará mediante la curva 
I/V en oscuridad. La emulación de funcionamiento y la caracterización de la célula 
serán explicadas en detalle en este mismo capítulo más adelante. 
Otro tema que hay que evaluar es la temperatura a la que se puede realizar los 
ensayos acelerados. La aceleración de los ensayos aumenta con la temperatura y por 
lo tanto es necesario determinar la temperatura máxima del encapsulado, así 
podremos conocer cuál es la temperatura máxima a la que podemos someter a las 
células durante el ensayo, teniendo en cuenta la temperatura tanto de la cámara 
climática como de la propia célula al ser sometida a las condiciones de funcionamiento 
inyectándola corriente. 
El siguiente paso será diseñar el hardware y el software necesarios para poder 
llevar a cabo el ensayo con las condiciones de funcionamiento descritas. El estudio de 
este Trabajo Fin de Máster se basa principalmente en este punto. 
Posteriormente hay que definir el número de células a estudio, dicho número 
ha de ser un número razonable para poder determinar la ley de vida y el motivo del 
fallo. En nuestro caso se ha desarrollado un software preparado para estudiar hasta 40 
células dado que es el límite alcanzado con el hardware facilitado. A la finalización del 
periodo de diseño y puesta en funcionamiento del sistema se ha dejado funcionando 
con 20 células conectadas para la realización del primer ensayo. 
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Además de todo esto es necesario determinar las técnicas de caracterización 
que van a ser empleadas para la realización del test, definir cuál es el criterio de fallo, 
debemos determinar qué consideraremos fallo para posteriormente evaluar que 
células han fallado. 
Una vez realizado todo el montaje, se procederá a realizar los ensayos, para 
ello es necesario caracterizar previamente todas y cada una de las células solares 
utilizadas para el ensayo, para comprobar la evolución de cada una de ellas. 
Se pretende dividir las células en 3 cámaras distintas, para someter a cada uno 
de los grupos a una temperatura distinta, pudiendo determinar así el efecto de 
aceleración que causa la temperatura sobre la ley de vida de la célula solar. 
Una vez terminado el ensayo, caracterizar la célula solar con los datos 
obtenidos. Se caracterizará la potencia generada por cada célula durante el ensayo 
acelerado en temperatura. Para poder caracterizar la célula dentro de la cámara 
climática se ha empleado un modelo con el que podremos evaluar la curva I-V en 
iluminación a partir de la curva I-V en oscuridad obtenida periódicamente dentro de la 
cámara. 
Y para finalizar hay que realizar el análisis de fiabilidad. Para el análisis de la 
fiabilidad asumiremos la distribución de Weibull como función de distribución de fallos. 
Los ensayos se realizarán a varias temperaturas por lo que emplearemos el modelo de 
Arrhenius para la evaluación del factor de aceleración. 
A continuación vamos a explicar la emulación de las condiciones de 
funcionamiento y la caracterización de las prestaciones de la célula dentro de la 
cámara climática. 
4.2. Condiciones de funcionamiento 
Para la realización de ensayos acelerados sobre semiconductores en la gran 
mayoría de las situaciones el factor de estrés utilizado es la temperatura, dado que la 
degradación del dispositivo se acelera con la temperatura siguiendo la ley de 
Arrhenius. Esta ley está basada en los procesos físico/químicos que ocurren en los 
semiconductores y relaciona el tiempo transcurrido de ensayo a alta temperatura, con 
el tiempo que habría transcurrido a temperatura nominal de trabajo. 
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El problema de simular las condiciones de trabajo nominales, es aplicar luz 
solar simulada y concentrada a las células dentro de la cámara climática a alta 
temperatura. Se podrían plantear algunas soluciones, entre ellas se plantearon las 
siguientes: 
 Concentrar la luz sobre cada célula introduciendo una guía de luz 
dentro de la cámara climática para cada célula. La fuente de luz puede 
ser un láser por cada unión de la célula de concentración III-V, ya que 
este tipo de dispositivo puede alcanzar la irradiancia  equivalente a una 
concentración de 1000 soles. Este procedimiento sólo es válido para 
células de pequeña área, del orden de 1 mm2, e implica un costo en 
equipamiento muy elevado.  
 Otra alternativa valorada es introducir en la cámara climática los 
módulos solares completos con sus lentes de concentración, e iluminar 
a una concentración de un sol desde el exterior a través de una pared 
transparente de la cámara, mediante lámparas continuas de xenón. 
Esto implica cámaras grandes, la calibración periódica de la luz 
suministrada por las lámparas, que se degradan y deterioran a lo largo 
de las miles de horas de ensayo. Por otro lado, realizar los ensayos 
acelerados en temperatura en módulos solares completos limita de 
forma importante la temperatura del ensayo, y por lo tanto el factor de 
aceleración, ya que muchos de los materiales (adhesivos, plásticos) se 
degradan de forma importante por encima de los 100-120ºC.  
Tras el previo descarte de las dos opciones mencionados, en este proyecto se 
evalúa e implementa una nueva metodología para realizar los ensayos acelerados en 
temperatura en células solares, puesto que como hemos visto iluminar la célula solar 
dentro de la cámara climática presenta dificultades muy importantes se ha optado por 
simular el funcionamiento de la célula dentro de la cámara. Para ello se han simulado 
las condiciones eléctricas de trabajo mediante la inyección de una corriente en directa 
a la célula. La determinación del valor de dicha corriente directa la ha implementado el 
equipo del IES mediante la caracterización de las células solares con las que una vez 
implementado este trabajo fin de máster realizarán los ensayos.  
En el caso particular de las células bajo ensayo, se les inyectará en directa con 
una corriente de 3,2A, Esta corriente se ha calculado por tener la misma densidad de 
corriente que tienen las células en condiciones nominales de irradiancia. Cuando haya 
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pasado el tiempo establecido de estrés, las células se dejan en reposo el tiempo 
necesario para que se estabilicen en temperatura. Posteriormente se realizaran las 
medidas de tensión y corriente que nos permitan obtener la curva I-V en oscuridad. 
El proceso acelerado de degradación producido en la estructura 
semiconductora por la corriente directa inyectada debe ser equivalente a la producida 
por la radiación solar en condiciones reales de trabajo debido a la corriente generada 
en la zona activa. Hay que tener en cuenta dos consideraciones, que nuestro ensayo 
no simula la degradación producida por la radiación solar que incide sobre la célula, 
sin embargo es previsible que esta degradación no sea significativa a nivel de 
semiconductor ya que las células III-V son más robustas que las de silicio frente a la 
radiación. Y la segunda consideración que si medimos en iluminación la célula fuera 
de la cámara una vez realizado el ensayo, no podremos observar toda la degradación 
sufrida por la célula, ya que el camino de la corriente en iluminación no es el mismo 
que la zona más degradada con la inyección de directa de corriente. 
Por lo tanto, para poder caracterizar la célula solar dentro de la cámara 
climática se usará un modelo con el que se puede evaluar la curva I-V en iluminación, 
a partir de la curva I-V en oscuridad que se mide periódicamente dentro de la cámara 
climática. Por lo tanto, dentro de la metodología de este proyecto será necesario tomar 
la medida de la curva IV en oscuridad cada X tiempo, como se explicará en el 
desarrollo software, dicho valor dependerá de la aceleración del ensayo y por lo tanto 
será configurable en función de las necesidades del ensayo. 
4.3. Potencia generada por la célula 
La caracterización de la célula se obtiene mediante la curva I-V en oscuridad a 
la temperatura del ensayo de vida acelerado. Con esta información vamos a obtener 
información sobre el modo de degradación de la célula y la evolución de la máxima 
potencia. 
Para obtener información de las características de la célula dentro de la cámara 
climática se parte de la curva I-V en oscuridad para a partir de ella poder evaluar la 
curva I-V en iluminación, una vez obtenida esta se obtiene el punto de máxima 
potencia generada Pmax. Para esto se tomará como referencia para cada célula la 
medida del valor de potencia generada a la temperatura del ensayo antes de 
comenzar el mismo, P0 ó Pmax en t=0. 
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Figura 28: Modelo para calcular la curva I-V en iluminación a partir de la 
curva en oscuridad. 
 ௜ܸ௟௨௠ ൌ ௗܸ௔௥௞ െ ܫ௅ܴ௦		 ሺ69ሻ	
	 ܫ௜௟௨௠ ൌ ܫ௅ െ ܫௗ௔௥௞		 ሺ70ሻ	
Donde RS es la resistencia serie. 
Estas ecuaciones se emplean para obtener la curva I-V en iluminación, y a 
partir de ésta la potencia máxima generada por la célula a partir de la curva I-V en 
oscuridad a la temperatura del ensayo.  
Una vez descrita la metodología general de los ensayos en los capítulos 
siguientes se va a explicar cómo se ha implementado tanto el software como el 
hardware para realizar los ensayos de forma automática.   
(Vj,Ij)
Rs
IillumIdark
Rs
IL (Vj,IL-Iillum)Vdark Villum
 Diagrama 
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5.1. Metodología de funcionamiento 
Para poder llevar a cabo los ensayos descritos en los apartados anteriores es 
necesario simular las condiciones de funcionamiento de la célula, estas condiciones de 
funcionamiento se simularán sometiendo a estrés a la célula, dicho estrés se consigue 
inyectando una corriente de 3,2 Amperios, valor obtenido de la caracterización de las 
células, como se ha explicado en el apartado anterior. Para realizar los ensayos es 
necesario considerar: 
 Después de ese tiempo de estrés es necesario un tiempo de reposo 
para asegurar la estabilización en temperatura de la célula, dado que al 
estar sometida a inyección de corriente la célula se calienta, con 10 
minutos de estrés la célula alcanza los 70ºC. 
 Para comprobar la temperatura del horno a la hora de realizar las 
medidas, se introducirá junto con las células un sensor de temperatura. 
 Para poder medir la célula es necesario que ésta no esté siendo 
sometida a ningún estrés, además de ser aislada del resto del circuito 
para poder tomar las medidas correspondientes.  
 Las medidas como se explicará más adelante serán tomadas a 4 hilos, 
caracterizando así la curva IV, para obtener dicha curva, lo primero será 
aislar las células y posteriormente se realizará un barrido en tensión, 
tomando medidas de tensión y de corriente para cada tensión 
establecida. 
 Para la medida de la curva I-V se usarán dos dispositivos distintos 
mencionados en el apartado hardware, con el primero de ellos 
aislaremos la célula en cuestión del resto del circuito y tomará la medida 
en tensión, y el segundo de ellos, establecerá el l tensión seleccionada 
por el usuario y medirá la corriente que hay en la célula. 
En el apartado siguiente mostraremos un esquema general del sistema de 
instrumentación. 
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5.2. Esquema 
A continuación se va a describir el esquema hardware necesario para poder 
llevar a cabo el ensayo, aunque no es objeto de este trabajo fin de Master, se 
considera necesaria una breve descripción del hardware para una mejor comprensión 
del software. 
Para una mejor comprensión se han etiquetado 3 posibles estados de 
funcionamiento; reposo, stress y medida.  
La siguiente figura nos muestra el esquema general de funcionamiento, 
compuesto por la célula, en este caso representada con un diodo, la cual estará 
conectada a sendos relés y al conmutador Keitlley 3706. Para poder llevar a cabo las 
medidas, con los relés seleccionaremos en cada momento si deseamos que nuestra 
célula se encuentre en el estado de reposo, de estrés y de medida. Además podemos 
observar la fuente Agilent 6631B que inyectará corriente a partir de una tensión 
establecida para poder llevar a cabo las medidas. 
 
Figura 29 : Esquema general de conexionado 
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Figura 30 : Detalle de conexionado para 1 célula. 
Además como medida de protección y para asegurar el estado de reposo se 
lleva a cabo un control de la alimentación mediante dos relés, de tal forma que si 
hubiera algún pico de corriente y el equipo se reiniciara las fuentes se apagarían, 
porque para poder estar conectada necesitará que un relé esté en la posición NO y el 
otro en la posición NC. 
 
Figura 31 : Esquema de conexionado alimentación 
A continuación vamos a describir los tres estados del sistema de 
instrumentación.  
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5.2.1. Estado de reposo 
En el estado de reposo, como su propio nombre indica el circuito se encontrará 
sin ser sometido a ningún tipo de alimentación, ni de estrés, ni de medida. Dicho 
estado se utilizará como estado inicial del programa y además como estado intermedio 
desde que dejamos de someter a estrés a la célula hasta que comenzamos a tomar 
medidas para permitir a la célula estabilizarse en temperatura y que nuestras medidas 
no se vean influenciadas por la corriente a la que ha sido sometida en el estado de 
stress. 
En este estado colocaremos todos los Relés en la posición NO, posición  
1COM – 3NO de tal forma que tendremos un circuito cerrado como el que muestra el 
detalle de la figura del estado de reposo. 
 
Figura 32 : Detalle estado reposo 
 
Figura 33 : Estado de reposo 
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En el estado de reposo como hemos visto hemos independizado nuestro 
circuito de la alimentación del Agilent 6631B. Ahora nos faltaría tener apagadas las 
fuentes de corriente, para ello deberemos colocar nuestro relé número 8 en la posición 
1COM-2NC y/o el relé número 9 en la posición 1COM-3NO, además se procederá de 
forma análoga con el segundo cable de alimentación conectado en los relés 7 y 10 de 
nuestro esquema. 
 
Figura 34:  Alimentación apagada para reposo. 
5.2.2. Estado Stress 
En el estado de estrés los relés estarán conectados en la posición 1COM-3NO, 
de tal forma que estarían conectados a la fuente de corriente de 3,2 Amperios y serían 
sometidos al estrés deseado. 
 
Figura 35 : Detalle estado stress 
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Figura 36 : Alimentación fuente de corriente 
 
Figura 37 : Esquema circuito posición stress 
5.2.3. Estado Medida 
En el estado de medida se apagará la fuente de corriente, se colocan todos los 
relés en posición estrés, todos a NO, 1COM-3NO. Una vez hecho esto, se va 
seleccionando una a una la célula que queremos medir colocándola en posición NC 
los dos relés que rodean la célula en cuestión, 1COM-2NC, la denominada posición 
medida, en la figura siguiente corresponderían al relé 1 y al relé 16. Y una vez medido 
pasamos de nuevo a la posición STRESS 1COM-3NO.  
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Figura 38 : Ejemplo Posición Medida célula 1 
 
Figura 39: Posición alimentación ejemplo medida célula 1 
Una vez descrito el esquema de los tres estados de funcionamiento pasaremos 
a explicar el esquema hardware implementado. 
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1.1.1. Descripción de GPIB 
GPIB (General Purpose Interface Bus)  es un estándar de conexión que 
permite la comunicación de un ordenador con instrumentos electrónicos de medida, 
como pueden ser medidores de impedancias, multímetros, osciloscopios, etc.  
Fue creado en 1965 por la compañía Hewlett-Packard, que lo denominó 
originalmente HP-IB (Hewlett-Packard Instrument Bus), fue creado para controlar los 
instrumentos programables que ellos mismos fabricaban y se popularizó con rapidez, 
debido a sus altas tasas de transferencia de datos (8 Mbytes/s). Para evitar la 
dispersión de características, en 1975, el Institute of Electrical and Electronic 
Engineers (IEEE) publicó el estándar ANSI/IEEE 488-1975, IEEE Interfaz Digital 
Estándar para Instrumentación Programable, que contiene las especificaciones 
eléctricas, técnicas y funcionales para la interconexión de sistemas.  
Una segunda estandarización (IEEE 488.2 de 1987) delimitó de forma más 
concreta la programación del GPIB, definiendo comandos de aparatos, formato de 
mensajes y estado de los instrumentos. 
Debido a que el documento original de la norma IEEE 488 no contenía 
directrices sobre sintaxis y formato de las instrucciones, se continuó trabajando para 
garantizar la compatibilidad y correcto funcionamiento entre los diferentes equipos de 
medida. Esto dio como resultado la norma IEEE 488.2, que contiene códigos, 
formatos, protocolos y comandos comunes para el bus IEEE 488 (renombrado 
entonces como IEEE 488.1). La nueva norma IEEE 488.2 no remplaza a la anterior 
IEEE 488.1, de forma que muchos dispositivos pueden adaptarse sólo a la IEEE 
488.1.  
La IEEE 488.2 define unas características mínimas de la interfaz, un repertorio 
común de instrucciones, un protocolo de mensajes y un nuevo modelo de informe de 
estado. 
En 1990, la norma IEEE 488.2 incluyó la norma SCPI (Standard Commands for 
Programmable Instrumentation), que define comandos específicos para cada tipo de 
instrumento y que incluyen todos los fabricantes. SCPI garantiza total compatibilidad 
entre instrumentos. En los sistemas SCPI es posible cambiar un instrumento por otro 
equivalente de otro fabricante con total compatibilidad. 
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para mensajes de control y estados de los dispositivos. De estas últimas 8 líneas, 3 
son para el control de transferencia de datos (handshake (recepción de cada byte)) y 5 
para el control general de la interfaz. 
1.1.4. Líneas de datos 
Las 8 líneas de datos DIO1-DIO8 pueden transportar tanto datos como 
órdenes. El estado de la línea ATN (una de las 5 de control general) determina si son 
datos u órdenes los presentes en el bus. Si está a nivel bajo son órdenes o 
direcciones, y si está a nivel alto son datos. Todas las órdenes y la mayoría de los 
datos emplean 7 bits codificados en ASCII o ISO. En este caso el octavo bit se emplea 
para paridad o no se emplea. 
1.1.5. Líneas de control de transferencia de datos 
(handshake) 
Estas 3 líneas realizan el control asíncrono de las transferencias de los 
mensajes en forma de byte entre los dispositivos. Este proceso garantiza que la 
transmisión y la recepción se han realizado sin errores, dotando a la transmisión de 
información de seguridad. Las líneas son: 
 NRFD (Not Ready For Data): Indica cuándo un dispositivo está 
preparado para recibir un byte. La línea es conducida por todos los 
dispositivos cuando reciben órdenes (cuando actúan como receptores 
de datos manteniéndose a la escucha), y por el orador o transmisor de 
datos cuando habilita el protocolo HS488. 
 NDAC (Not Data Accepted): Indica cuándo un dispositivo ha aceptado 
un mensaje (en forma de byte). La línea es conducida por todos los 
dispositivos al recibir órdenes y/o datos, cuando reciben la información. 
 DAV (Data Valid): Indica cuándo las señales en las líneas de datos se 
han estabilizado (se consideran válidas) y pueden ser aceptadas con 
seguridad por los dispositivos. El controlador conduce la línea de datos 
al enviar órdenes. Los transmisores de datos la conducen cuando 
envían mensajes de datos. 
1.1.6. Líneas de control general de la interfaz 
Las líneas de control general de la interfaz son las siguientes: 
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 SRQ (Service ReQuest): Se emplea para solicitar turno al controlador. 
 IFC (InterFace Clear): Realiza un “reset” de los parámetros y 
direcciones del bus. 
 REN (Remote ENable): Establece el control remoto de un dispositivo 
deshabilitando su control a través del panel. Es decir, el usuario ya no 
podrá realizar un control manual. 
 EOI (End Or Identify): Se emplea como indicador de fin de  
transferencia de datos. 
 ATN (ATtentioN): La emplea el controlador para distinguir entre los 
datos y los mensajes de control. Determina el tipo de información 
presente en las líneas de datos. 
1.1.7. Especificaciones mecánicas 
Cada dispositivo del equipo GPIB posee una dirección, codificada como un 
número entre 0 y 30. Existen 31 direcciones primarias permitidas para instrumentos 
transmisores de datos (“talkers”) conectados al bus interfaz GPIB. A cada instrumento 
se le asigna una dirección codificada mediante 7 bits. Puede haber hasta 15 
dispositivos conectados en un bus contiguo, siendo sólo uno de ellos el controlador. Es 
decir, a una tarjeta controladora pueden conectarse hasta 14 dispositivos, por ejemplo 
encadenando cables IEEE-488 de un dispositivo al siguiente. Algunos dispositivos 
conectados al bus pueden direccionarse también mediante direcciones secundarias. 
Éstas hacen referencia a alguno de sus bloques funcionales. De los 15 dispositivos 
conectados no puede haber más de diez, 2/3 de los 15, funcionando simultáneamente. 
La normativa IEEE - 488 especifica que pueden usarse hasta 20 metros de 
cable encadenado en línea, contando las conexiones; también recomienda no emplear 
tramos de cable de más de 4 metros de longitud. La alternativa de conexión en estrella 
se emplea para aumentar el número de dispositivos interconectados, pero tiene como 
inconveniente la mayor capacidad parásita de la red, que introduce retardos y, en 
consecuencia, errores de transmisión. 
La velocidad de la señal es de 1 Mbyte por segundo en distancias cortas pero 
de forma general es usual es obtener velocidades comprendidas entre 250 y 500 
kilobytes/segundo. 
ESQUEMA HARDWARE 
 86
1.1.8. Funcionamiento. Transferencia de datos y 
cronograma 
El estándar IEEE 488.1 establece un “handshake” de 3 líneas de control de 
datos. La introducción de esta lógica negativa permite la implementación de la función 
lógica OR mediante cableado. De esta forma, no se transmiten datos hasta que no 
esté listo el receptor (listener) más lento, y queda asegurado que la transmisión sea lo 
suficientemente lenta como para que al receptor más lento le dé tiempo a aceptar el 
dato. 
La línea NRFD es controlada por cada receptor e indica si cada uno de ellos no 
está listo (nivel bajo) o lo está (nivel alto) para recibir datos. La línea DAV es 
controlada por el transmisor e indica si los datos en las líneas de datos (DIO) son 
correctos y, en consecuencia, pueden ser aceptados por los receptores. Finalmente, la 
línea NDAC es controlada por cada receptor para indicar que no ha recibido los datos 
(nivel bajo) o que los ha recibido (nivel alto). 
La Figura 45: Diagrama de tiempos de operación. muestra el diagrama de 
tiempos de operación. En principio, el transmisor comprueba que las líneas NRFD (Not 
Ready For Data) y NDAC están a nivel bajo. La primera indica que no todos los 
receptores están listos para recibir datos y la segunda indica que no han aceptado 
ningún nuevo byte. Observar que la línea NRFD no pasa a nivel alto hasta que todos 
los receptores están listos. Una vez que el transmisor ha detectado que la línea NRFD 
está a nivel alto y transcurre cierto retardo, necesario para dar tiempo a estabilizar los 
niveles de los datos que envía a los receptores, pone la línea DAV a nivel bajo 
indicando que los datos que envía son válidos (instante 3). Se transfiere así un byte de 
datos. 
El receptor más rápido pone la línea NRFD a nivel bajo con el fin de indicar que 
no está listo para recibir otro byte (instante 4). Los demás harán lo mismo cada uno a 
su ritmo. Es decir, el receptor más rápido indica al equipo que no mande más 
información porque él ha tomado ya la que había y tiene que aceptarla o procesarla 
(es posible que se requiera de él una respuesta). Finalmente, los receptores van 
aceptando el byte poniendo a nivel alto sus líneas NDAC. Cuando todos han aceptado 
los datos (instante 6), la línea pasa a nivel alto, el transmisor lo detecta y pone la línea 
DAV a nivel alto para indicar que ya no valen los datos (instante 7). El primer receptor 
que detecta que la línea DAV ha pasado a nivel alto pone la línea NDAC a nivel bajo 
(instante 8). El transmisor pondrá otros datos nuevos en las líneas DIO y comienza 
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Especificaciones mecánicas: 
Carga nominal 10A at 250VAC (N.O) 10A at 24VDC (N.O)  
5A at 125VAC (N.O/N.C) 5A at 24VDC (N.O/N.C)  
Corriente nominal 10A(N.O) 5A(N.C)  
Max. Tensión de conmutación 250VAC 24VDC  
Max. Corriente de conmutación AC10A DC10A( N.O)  
AC5A DC5A (N.C)  
Max. alimentación AC2500VA DC240W(N.O) AC625VA DC120W(N.C) 
Referencia de fallo 100mA at DC5V  
 
Tabla I: Especificaciones mecánicas relé Omrom G5LA 
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Características: 
Resistencia de los 
contactos  
100 mΩ max.  
Tiempo de operación  10 ms max.  
Tiempo de respuesta  5 ms max.  
Max. Frecuencia de 
operación  
Mechanical: 18,000 operations/hr  
Electrical: 1,800 operations/hr(under 
rated load)  
Resistencia de 
aislamiento  
1,000 MΩ min. (at 500 VDC)  
Dieléctrico strength  2,000 VAC. 1mA 50/60Hz for 1 min 
between coil and contacts  
750 VAC 1mA 50/60Hz for 1 min 
between contacts of same polarity  
Resistencia a vibraciones Destruction: 10 to 55 Hz, 1.5-mm double 
amplitude  
Malfunction: 10 to 55 Hz, 1.5-mm double 
amplitude  
Resistibidad  Destruction: 1,000 m/s2 (approx.100G)  
Malfunction: 100 m/s2 when energized ; 
100 m/s2 when no energized  
Durabilidad Mechanical: 10,000,000 operations min. 
(at 18,000 operations/hr under no load)  
Electrical: 100,000 operations average. 
(at 1,800 operations/hr under rated load)  
Temperatura ambiente  Operating: -40℃ to 85℃ (with no icing)  
Storage: -40℃ to 85℃ (with no icing)  
Humedad Ambiente  Operating: 35% to 85%  
Storage: 35% to 85%  
Peso Approx. 7.5g  
 
Tabla II: Características relé Omrom G5LA 
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6.1.4. Tarjeta 16 relés 
Usaremos la tarjeta relés con 16 relés OMROM G5LA. Sus principales 
características son: 
 Alimentación 12 VDC. 
 160mm x 100mm. 
 Relés aguantan 240V@ 10A en NO (Normalmente abiertos) y 5A en NC 
(Normalmente cerrado). 
 Los 3 contactos del relé son accesibles (NO, COM and NC). 
 LED indicador de la posición de los relés, ojo esto indica la señal digital 
que le ha llegado al relé para que este actúe en consecuencia, no es 
una comprobación del estado del relé. 
 Señal de control de entrada digital compatible con lógica TTL (0 / 5 
VDC). 
 Señal de control de entrada digital mediante 2 conectores de 10 pines. 
 Diodo de protección ante posible inversión de alimentación. 
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En  instrumentación industrial, los termopares son ampliamente usados como 
sensores de temperatura. Son económicos, intercambiables, tienen conectores 
estándar y son capaces de medir un amplio rango de temperaturas. Su principal 
limitación es la exactitud ya que los errores del sistema, inferiores a un grado Celsius, 
son difíciles de obtener. 
En los ensayos se usará un Termopar tipo K (Cromo - Constantán) cuyas 
principales características son:  
 Termoelemento positivo (KP): Ni(90%) Cr(10%).  
 Termoelemento negativo (KN): Ni(95%) Mn(2%) Si(1%) Al(2%) 
 Rango de utilización de -270º a  1200º. 
 Puede utlizarse en atmósferas inertes y oxidables. 
 No usar en atmósferas reductoras y sulfurosas. 
La segunda sonda de temperatura utilizada, son las termoresistencias RTD, 
también conocidas como Pt100,  es un sensor de temperatura basado en la variación 
de la resistencia de un conductor con la temperatura.  
Al calentarse un metal habrá una mayor agitación térmica, dispersándose más 
los electrones y reduciéndose su velocidad media, aumentando la resistencia. A mayor 
temperatura, mayor agitación, y mayor resistencia. 
La variación de la resistencia puede ser expresada de manera polinómica: 
 
 ܴ ൌ ܴ଴. ሺ1 ൅ ߙ. ∆ܶሻ	 ሺ72ሻ	
donde: 
ܴ଴es la resistencia a la temperatura de referencia ଴ܶ 
 ∆ܶes la desviación de temperatura respecto a ଴ܶ							∆ܶ ൌ ܶ െ ௢ܶ 
ߙes el coeficiente de temperatura del conductor especificado a 0 °C, interesa 
que sea de gran valor y constante con la temperatura,  
0.003
500º
con d
El mate
85. Adem
C. 
6.1.14
Para la 
istintos vo
  l
o
A
c
d
 L
v
p
 L
d
rial selecci
ás con est
. Alime
alimentació
ltajes: 
a primera d
rdenador y
sí mismo, 
orriente, qu
e relés par
a segunda
entiladores
ara la alime
a tercera a
e las tarjeta
onado es 
e material 
Figu
ntación
n de los d
e ellas 22
 los equipo
es necesa
e están un
a asegurar 
 alimentac
 destinados
ntación de
limentación
s de relés.
 
platinio, co
se asegura
ra 71: Pt
 
istintos dis
0VAC, la c
s de medid
ria para la 
idas a un 
su funciona
ión, de 5V
 a la refrig
l concentra
, de 12VD
 
n un coef
n medidas
100 
positivos se
ual es nece
a, el Keithle
alimentació
mismo pun
miento. 
DC, es ne
eración de
dor USB. 
C, es nece
ES
iciente de 
 exactas y
 necesitan
saria para
y 3706 y e
n de todas
to controla
cesaria pa
 las fuentes
saria para
QUEMA HARD
temperatur
 estables 
 
 alimentac
 la conexió
l Agilent 66
 las fuente
do por la ta
ra alimenta
 de corrien
 la aliment
WARE 
109
a de 
hasta 
iones 
n del 
31B. 
s de 
rjeta 
r los 
te, y 
ación 
usad
de co
relés
nece
fuent
de 4,
6.1.15
Relé de 
o dos de e
rriente ELN
, y son us
sarias. Est
es, genera
7 Ω en ser
. Relés
potencia q
stos relés p
 60 3,2 A.
ado para 
e relé se 
ban un pic
ie con los 2
 HF102
Figura 
ue resiste
ara pasar 
 Estos relés
apagar o e
coloco en 
o de corrie
20V, por lo
 
F 
72: Relé H
 corrientes
la alimenta
 son gober
ncender la
el diseño f
nte de 50 
 que los rel
 
F102F 
 de entrad
ción de 22
nados por 
s fuentes 
inal dado 
A, incluso 
és Omron n
ES
a de hasta
0V de la re
los relés de
de corrient
que al enc
empleando
o lo soport
QUEMA HARD
 80 A. Se
d  a las fu
 la tarjeta d
e cuando 
enderse la
 una resist
aban. 
WARE 
110
 han 
entes 
e 16 
sean 
s 20 
encia 
 Lenguaje de 
programación G 
LENGUAJE DE PROGRACIÓN G 
 112
En este capítulo haremos una introducción al lenguaje de programación que se 
ha utilizado para controlar el sistema de instrumentación, en concreto el lenguaje de 
programación G, para implementarlo se ha usado una herramienta gráfica destinada 
para el diseño, pruebas y control denominada Labview. 
7.1. LabView 
LabVIEW (Laboratory Virtual Instrument Engineering Workbench) de National 
Instruments es un lenguaje de programación gráfico para el diseño de sistemas de 
adquisición de datos, instrumentación y control. 
LabVIEW es una herramienta diseñada especialmente para monitorizar, 
controlar, automatizar y realizar cálculos complejos de señales analógicas y digitales 
capturadas a través de tarjetas de adquisición de datos, puertos serie y GPIBs. Es 
compatible con herramientas de desarrollo similares y puede trabajar con programas 
de otra área de aplicación, como por ejemplo Matlab. 
Labview permite diseñar interfaces de usuario mediante una consola interactiva 
basada en software. Se puede diseñar especificando su sistema funcional, su 
diagrama de bloques o una notación de diseño de ingeniería.  
Es un lenguaje de programación de propósito general, como es el Lenguaje C o 
Basic, pero con la característica de que es totalmente gráfico, facilitando de esta 
manera el entendimiento y manejo de dicho lenguaje para el diseñador y/o 
programador. Sus principales características son: 
 Dota de gran flexibilidad al sistema, permitiendo cambios y 
actualizaciones tanto del hardware como del software. 
 Da la posibilidad a los usuarios de crear soluciones completas y 
complejas. 
 Con un único sistema de desarrollo se integran las funciones de 
adquisición, análisis y presentación de datos. 
 El sistema está dotado de un compilador gráfico para lograr la máxima 
velocidad de ejecución posible. 
Incluye librerías para el manejo de: 
LENGUAJE DE PROGRACIÓN G 
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 Interfaces de comunicaciones: 
o Puerto serie 
o Puerto paralelo 
o GPIB 
o PXI 
o VXI 
o TCP/IP, UDP, DataSocket 
o IrDA 
o Bluetooth 
o USB 
o OPC… 
 Capacidad de interactuar con otras aplicaciones: 
o dll 
o ActiveX 
o Matlab 
o Simulink… 
 Herramientas para el procesado digital de señales. 
 Visualización y manejo de gráficas con datos dinámicos. 
 Adquisición, análisis, presentación y almacenamiento de datos e 
imágenes. 
 Control de movimiento. 
 Tiempo Real estrictamente hablando. 
 Programación de FPGAs. 
LENGUAJE DE PROGRACIÓN G 
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 Sincronización. 
Está basado en la programación modular, lo que permite crear tareas muy 
complicadas a partir de módulos o sub-módulos mucho más sencillos. Además, estos 
módulos pueden ser usados en otras tareas, con lo cual permite una programación 
más rápida y provechosa. 
También ofrece la ventaja de depuración, “debugging” en cualquier punto de la 
aplicación. Permite la posibilidad de poner puntos de ruptura, “break points”, que 
permiten una ejecución paso a paso, ejecución hasta un punto determinado y se 
puede observar como los datos van tomando valores a medida que se va ejecutando 
la aplicación. Asimismo, lleva incorporado generadores de señales para poder hacer 
un simulador. 
7.2. Introducción al Lab-VIEW 
Labview es  un lenguaje y la vez un entorno de programación gráfica en el que 
se pueden crear aplicaciones de una forma rápida y sencilla. 
Nacional Instrument es la empresa desarrolladora y propietaria de LabView, se 
fundó en 1976 en Austin, Texas y sus primeros productos eran dispositivos para el bus 
de instrumentación GPIB. En abril de 1983 comenzó el desarrollo del Labview que 
vería la luz en abril de 1986 con la versión 1.0 para Macintosh, y en 1990 se lanzó la 
versión 2. La versión para Windows no llegó hasta 1992. 
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Fecha Hito 
Abril 1983 Comienza el desarrollo de LabView 
Octubre 1986 LabView 1.0 para Mac 
Enero 1990 LabView 2.0 
Septiembre 1992 Labview para Windows 
Octubre 1992 Labview para Sun 
Octubre 193 LabView 3.0 multilataforma 
Abril 1994 LabView para Power Machkintos 
Octubre 1995 LabView para Windows 95 
Mayo 1997 LabView 4.0 
Marzo 1998 LabView 5.0 
Febrero 1999 LabView 5.1 LV para Linux y LV Rel-
time 
Agosto 2000 LabView 6.1 
Mayo 2003 LabView 7 Express, LabView PDA y 
FPGA 
Mayo 2004 LabView 7.1 
Mayo 2005 LabView DSP 
Junio 2005 LabView Embedded 
Octubre 2005 LabView 8 
Agosto 2006 LabView 8.2 
Agosto 2008 LabView8.6 
Enero 2009 Labview 9.0 
 
Tabla V: Evolución de Labview 
LabVIEW es un lenguaje completamente gráfico, y el resultado es que es 
totalmente parecido a un instrumento; por ello a todos los módulos creados con 
LabVIEW se les llama VI (Instrumento Virtual). 
Tiene la característica de descomposición modular ya que cualquier VI que se 
ha diseñado puede convertirse fácilmente en un módulo que puede ser usado como 
una sub-unidad dentro de otro VI. Esta peculiaridad podría compararse con la 
característica de procedimiento en los lenguajes de programación estructurada. 
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La programación G (gráfica) de Labview consta de un panel frontal y un panel 
de código como se mencionó antes. En el panel frontal es donde se diseña la interfaz 
de usuario y se ubican los controles e indicadores. En el panel de código se 
encuentran las funciones. Cada control que se utiliza en la interfaz tiene una 
representación en el panel de código, igualmente los indicadores necesarios para 
entregar la información procesada al usuario tienen un icono que los identifica en el 
panel de código o de programación. Los controles pueden ser booleanos, numéricos, 
strings, un arreglo matricial de estos o una combinación de los anteriores; y los 
indicadores pueden ser como para el caso de controles pero pudiéndolos visualizar 
como tablas, gráficos en 2D o 3D, browser, entre otros. 
Las funciones pueden ser VIs prediseñados y que pueden ser reutilizados en 
cualquier aplicación, estos bloques funcionales constan de entradas y salidas, igual 
que en un lenguaje de programación estándar las funciones procesan las entradas y 
entregan una o varias salidas, estos VI pueden también estar conformados de otros 
subVIs y así sucesivamente, de esta forma se pueden representar como un árbol 
genealógico donde un VI se relaciona o depende de varios SubVIs. 
 Labview tiene VIs de adquisición de datos e imágenes, de comunicaciones, de 
procesamiento digital de señales, de funciones matemáticas simples, hasta funciones 
que utilizan otros programas como Matlab o HiQ para resolver problemas, otras más 
complejas como "nodos de fórmula" que se utilizan para la resolución de ecuaciones 
editando directamente estas como en lenguajes de programación tradicionales y 
definiendo las entradas y las salidas. Labview también se puede utilizar para 
representaciones gráficas en tres dimensiones, en coordenadas polares y cartesianas, 
tiene disponibles herramientas para análisis de circuitos RF como la Carta de Smith, 
tiene aplicaciones en manejo de audio y se puede comunicar con la tarjeta de sonido 
del computador para trabajar conjuntamente. Entre sus muchas funciones especiales 
se encuentran las de procesamiento de imágenes, como capturar una imagen a través 
de una tarjeta de adquisición, analizarla y entregar respuestas que difícilmente otros 
sistemas realizarían. 
En el desarrollo de aplicaciones para SADs (Sistemas de Adquisición de Datos) 
y sistemas con instrumentación destaca una herramienta que complementa al entorno 
LabVIEWTM, MAX (Measurement and Automation eXplorer). De forma sencilla y 
rápida, con MAX se puede: 
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En el ámbito de este proyecto, los eventos son acciones producidas por el 
usuario o por el código sobre elementos del panel frontal.  
Esta estructura espera hasta que se produce un evento de entre los 
estipulados, momento en que selecciona el código de ese evento (en esto es similar a 
la estructura case).  
Según si se emplea o no el símbolo de arriba a la izquierda (“reloj de arena”), la 
espera tiene una duración o es eterna, respectivamente. Si se establece una duración 
y no se produce ningún evento, la estructura ejecuta el código que se le indique en el 
evento “Timeout” (tiempo de espera agotado). 
1.1.2. Colas 
Son un mecanismo para almacenar información momentáneamente y 
transferirla después, por lo que además de para transportar información pueden servir 
para sincronizar partes del código (nótese que esta acción quebranta el flujo de datos 
habitual). 
Una cola maneja siempre el mismo tipo de dato (tipo de información). En 
LabVIEW concretamente, una cola es una fila de estos datos en la que los mismos se 
van añadiendo y retirando ordenadamente por cualquiera de los extremos (ver Figura 
88, donde se compara con una fila de personas y un almacén de objetos). En 
consecuencia, son capaces de implementar estructuras tipo FIFO (First-In/First-Out) y 
tipo LIFO (Last-In/First-Out). En modo FIFO el dato añadido con mayor anterioridad es 
el primero en retirarse, por el contrario en modo LIFO el dato insertado más 
recientemente sería el primero en extraerse. Dado que el extremo por el que se 
desencolan (extraen) los elementos es el mismo para ambos tipos, la diferencia estriba 
en el extremo donde se encolan (añaden): el mismo extremo para encolar y 
desencolar en LIFO y extremos opuestos en FIFO. En general todas las colas creadas 
en este proyecto son de tipo FIFO (las que no lo son, es porque no se respeta 
completamente el mecanismo FIFO). 
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varios posibles, atiende a las condiciones existentes. Es muy habitual representar las 
máquinas de estados mediante diagramas de bolas, tal como se hace en la Figura 96. 
Diagrama de bolas de una máquina de estados de ejemplo. que será utilizada como 
ejemplo. 
 
Figura 96. Diagrama de bolas de una máquina de estados de ejemplo. 
Como puede apreciarse en el diagrama de bolas, cada bola (círculo) simboliza 
un estado y cada flecha significa una transición. Las acciones detalladas de cada 
estado se concretan en un lugar aparte, en las bolas se escribe una frase 
representativa simplemente. Luego, si la transición es condicionada tienen que partir 
varias flechas del estado origen a los estados destino y en la flecha suele indicarse la 
condición a cumplir, aunque a veces se indican aparte mediante tablas cuando el 
número de condiciones es tan grande que imposibilita el dibujo. Si la transición es 
directa, sólo sale una flecha del estado origen al estado destino.  
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en el Panel Frontal un control del tipo de datos deseado y después elegir en el menú 
Edit >Customize Control. 
Cuando se coloca un control personalizado en un Panel Frontal no existe 
ningún vínculo entre el fichero donde el control está definido (*.ctl) y sus instancias 
empleadas en cada VI donde es usado, se trata de copias independientes. Si una 
instancia se modifica no afecta al resto. Las definiciones de tipos y definiciones de 
tipos estrictos (Type Def. y Strict Type Def.) se usan para enlazar todas las instancias 
de un control o indicador a un mismo fichero *.ctl. De esta forma al modificar el fichero 
se modifican todas las instancias.  
Las Type Definitions definen el tipo de datos de un control. Cuando el tipo de 
datos cambia, todos los controles asociados a él también cambian. En el menú 
contextual de una instancia se puede seleccionar Auto-Update from Type Def. para 
desactivar la actualización automática. 
Un Strict Type Definition hace que todas las instancias sean iguales, no sólo el 
tipo de datos, también en características como el rango, tamaño, color, etc. De esta 
forma si se modifica la definición se actualizarían todas las instancias. Desde el menú 
contextual se puede eliminar el enlace entre la instancia y la definición. 
1.1.9. Productor-consumidor 
Un bloque (de código) productor es aquel que genera órdenes o datos para 
otro bloque, el cual sería el consumidor (de esas órdenes o esos datos). Una 
arquitectura productor-consumidor está formada por uno o varios bloques productores 
y uno o varios bloques consumidores, con la posibilidad de que un bloque sea a su vez 
consumidor de uno y productor de otro. La arquitectura productor-consumidor más 
sencilla es la que está formada por un productor y un consumidor. 
En LabVIEW el productor y el consumidor se implementan normalmente con 
bucles del mismo tipo (casi siempre bucles while, ver Figura 100. Ejemplo patrón de un 
productor-consumidor) y la comunicación entre ellos se hace mediante colas. El código 
dentro de estos bucles no suele tener un formato común, pues depende de la forma en 
la que el productor “produce” para el consumidor y el tipo de producto (datos u 
órdenes) que “consume” el consumidor. Así, en el caso de que el consumidor tome 
órdenes dadas mediante un string o un typedef enum el consumidor incorporará un 
case, y en el caso de que el productor genere órdenes atendiendo a eventos del 
usuario incorporará una estructura event. 
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 Ninguna información una vez producida, no es consumida; es decir, no 
se pierden acciones. Esto a veces se traduce en una ventaja respecto a 
la arquitectura maestro-esclavo, que es parecida pero no lo hace. De 
todos modos, si se manipulan aposta los elementos ya existentes en la 
cola es posible desobedecer esta característica con criterio. 
 Cuando el consumidor concluye sus cometidos más lentamente que lo 
que tarda el productor en producir, la cola corre el peligro de saturarse 
(crece indefinidamente hasta alcanzar una cantidad límite de 
elementos). Ésta es una desventaja de la arquitectura productor-
consumidor y hay que prestarla atención. 
1.1.10. Combinaciones 
A través de la combinación de patrones de diseño como los mencionados 
anteriormente, pueden fabricarse arquitecturas software más complejas pero a su vez 
fáciles de desglosar por el mecanismo inverso. Como bien se verá en el diseño, 
numerosas máquinas de estado y múltiples relaciones productor-consumidor formarán 
una arquitectura compleja final. 
7.4.2. Buenas prácticas de programación con 
LabVIEW 
La experiencia de los programadores ha resaltado la importancia de cumplir 
unas convenciones y procedimientos a la hora de programar. Estos acuerdos han 
dado lugar a los llamados estilos de programación correctos (a veces nombrados 
como estándares o convenios de código). Los estándares de código son con 
frecuencia dependientes del lenguaje de programación utilizado y LabVIEW, como 
lenguaje que es, posee los suyos (Blume, 2007). 
Es importante secundar estas normas por los siguientes motivos: 
 Alguien que no es autor del código debe utilizarlo. 
 Se deja un proyecto por un tiempo y más tarde es necesario retomarlo. 
 Un cliente rechaza la aplicación por no cumplir ciertas normas o porque 
no le gusta su aspecto. 
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 Se carece de tiempo para arreglar problemas que puedan surgir en un 
futuro. 
Por eso las guías de estilo básicas para LabVIEW definen: 
 Cómo abordar un proyecto: especificaciones, diseño, configuración del 
entorno, uso de las herramientas de desarrollo, organización, etc. 
 El aspecto que ha de tener la interfaz de usuario: textos legibles, 
colores cómodos, funcionalidades, etc. 
 Cómo construir el diagrama de bloques: separación de cables, 
visibilidad de los nodos, comentarios del código, etc. 
 Cómo crear conectores e iconos adecuados: iconos significativos, 
conectores similares en una familia de VIs, evitar la saturación de 
conexiones en el conector, importancia de cada terminal (obligatoria, 
recomendada u opcional), etc. 
 El uso de las estructuras de datos: estructuras eficaces y 
representativas, metodología para elaborarlas, empleo de tipos 
definidos (manipulables o estrictos) en ciertas ocasiones, etc. 
 La relevancia de preocuparse por los errores: tratamiento, propagación, 
priorización y tipificación de los errores, estructura como dato de un 
error, etc. 
 La practicidad del uso de patrones de diseño. 
 La importancia de comentar y documentar correctamente todo lo 
necesario: diagrama de bloques, elementos del panel frontal, funciones 
del VI, versiones y revisiones del programa, etc. 
Sin entrar en más detalles de la ingeniería del software, se subraya también la 
gran importancia de utilizar y combinar técnicas propias de diferentes paradigmas de 
programación y diseño algorítmico, la modularidad, la abstracción, la herencia, etc. 
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8.1. Diagrama de estados. 
Lo primero que haremos antes de ponernos a programar será definir nuestro 
diagrama de estados, en dicho diagrama se contemplan todas las acciones necesarios 
para llevar a cabo el procedimiento de medida y almacenamiento de datos. 
8.1.1. Primera aproximación 
El diseño consiste en 3 estados fundamentalmente, como se ha descrito en el 
apartado hardware, el primero de ellos consistirá en el estado de reposo, en el cual 
nuestro circuito no estará haciendo nada, las fuentes de corriente estarán apagadas, y 
la fuente de alimentación para tomar las medidas también. Después del estado de 
reposo pasaremos al estado de estrés, en que seleccionaremos nuestros relés en la 
posición estrés y encenderemos las fuentes de corriente, en dicho estado deberemos 
permanecer el tiempo seleccionado para estresar la célula entre medida y medida. 
Una vez estresada dejaremos reposar de nuevo la célula y pasaremos a tomar las 
medidas correspondientes para poder estimar en un futuro la degradación sufrida. 
 
Figura 102: Diagrama de estados, primera aproximación. 
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8.1.2. Segunda aproximación 
La arquitectura software del sistema estará basada en una máquina de 
estados, basada en la ejecución en paralelo de distintos gestores. 
La máquina de estados, sigue el siguiente esquema: 
 
 Figura 103 : Diagrama de estados, segunda aproximación. 
Reposo: Este es el estado inicial en el que entra al arrancar el programa, aquí 
esperará hasta que el usuario pulse iniciar. 
PosStress: Selecciona todos los relés en posición Stress. 
Stress: Enciende la fuente corriente para comenzar a someter a stress a la 
célula, y espera en este estado hasta que transcurre el tiempo de estrés seleccionado 
por el usuario, además en este estado se guarda configuración del usuario por si en un 
futuro deseara usarla. 
Apagar Fuente: Apaga la fuente de corriente para dejar de someter a estrés a 
la célula. 
Medida: Selecciona todos los diodos en posición stress, y realiza una espera 
equivalente al tiempo de estabilización establecido por el usuario. 
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InicioAgile: Inicializa el Agile. 
InicioKeithley: Inicializa el Keithley. 
SelPt100: Selecciona el canal del switcher Keitlhley destinado a medir la 
temperatura dentro del horno para asegurar que el horno está funcionando 
correctamente. 
MedirPt100: Mide la resistencia Pt100 y establece la temperatura a la que se 
encuentra el horno. 
SelDiodo: Selecciona una célula a medir y la coloca en la posición medir. 
SelSwitcher: Selecciona el canal del switcher asociado a la célula 
seleccionada. 
NivelFuente: Establece la tensión seleccionada con la Fuente Agilent. 
EstablecerMedirI: Mide y almacena el valor de la corriente con la fuente Agilent. 
MedirVKeithley: Medimos la tensión en bornas de la célula con el switcher 
keithley. 
Almacena Medidas: Almacena todas las medidas tomadas. 
AbrirTodos: Abre todos los canales del switcher para asegurarse que ninguno 
está seleccionado. 
SelSigDiodo: Selecciona la siguiente célula si la hubiera. 
CerrarKeithley: Termina la comunicación con el switcher. 
Cerrar Agile: Termina la comunicación con la fuente Agile. 
8.2. Gestores 
El diseño es  una estructura de gestores conforme al siguiente esquema. Como 
bien se comprueba en la figura, estos gestores comparten datos mediante variables 
globales y se comunican mediante colas. 
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En este capítulo se va a describir el programa diseñado, de una forma más 
minuciosa, para hacer posible una mayor comprensión del funcionamiento y uso del 
mismo, así como la metodología de programación usada, que ha sido descrita de 
forma teórica en capítulos previos, facilitando así futuras ampliaciones u otros posibles 
usos realizando pequeñas modificaciones de código. 
9.1. Gestor Usuario 
El gestor de usuario es el encargado de gestionar la interfaz con el usuario. 
Está formado por dos partes fundamentales: el módulo que atiende a las acciones del 
usuario (eventos generados por pulsaciones de teclas, clics del ratón, configuraciones 
de estado, etc.) y el módulo encargado de la presentación de datos en pantalla 
(menús, gráficos, controles, indicadores, cuadros de diálogo, etc.). Está integrado en el 
VI principal de la aplicación. 
Por una parte tenemos el panel frontal, que es el panel de comunicación de 
usuario, está dividido en 4 pestañas como se puede observar. 
La primera pestaña es el control de test, en dicha pestaña el usuario debe 
configurar las características de las medidas, de tal forma que establecerá rango de 
tensiones entre los que se realizarán las medidas, y el número de puntos de medidas 
que quiere tomar entre los valores dados, además como medida de seguridad puede 
configurar la limitación de corriente. En esta pantalla se puede guardar la 
configuración, tanto la del control de test, como la temporización y la selección de 
canales que veremos más adelante. En esta pantalla además se muestra información 
al usuario de la evolución del proceso, indicando la hora a la que se encuentra, el 
número de célula que se está midiendo en este momento, la última temperatura de la 
pt100 medida, además del tiempo que se ha sometido a estrés a las células, y el 
número de rondas de medida tomados. 
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9.2. Estados Gestest 
9.2.1. Funcionamiento del Gestor de Test 
El gestor de test en el encargado de controlar el funcionamiento global de la 
aplicación. Está  implementado como un autómata de estados y se encarga de enviar 
órdenes al resto de los gestores, indicando las acciones que en cada momento éstos 
deben realizar. Así mismo, el Gestor de test recibe del resto de los gestores 
información sobre los resultados de la ejecución de las acciones realizadas por éstos 
de tal forma que estos devolverán un OK, si el resultado de la operación ha sido 
satisfactorio y sin problemas, el cual es el indicador que el autómata pasa a ejecutar 
su siguiente estado, o pueden devolver un NOK, si hubiera habido algún problema o 
error al realizar la operación solicitada por el Gestor de Test, el este caso, el gestor de 
Test entrará en el estado configurado como NOK, en el que se enviará al Gestor de 
Usuario un error, como primera línea de comando, y como segunda línea de comando 
el dispositivo que ha mandado el mensaje de error al Gestor de Test. Dicho gestor de 
usuario, le mostrará un aviso en el panel de Evolución y parará la ejecución para que 
el usuario pueda solventar el error dado. 
La siguiente figura muestra la máquina de estados diseñada para poder llevar a 
cabo el ensayo sobre las células solares, en cada uno de ellos el gestor de test se 
comunicará con el gestor correspondiente, en dicho diagrama solo se muestra el 
funcionamiento en caso de que la respuesta del Gestor correspondiente sea OK, para 
poder realizar el autómata al completo, si en cualquier de los estados devolviera un 
NOK, daría el error correspondiente y se iría al estado de reposo. 
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Figura 143 : Máquina estados selección célula 
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número de medidas que se han realizado y se vuelve a establecer la nueva tensión a 
la célula. 
 
Figura 146 : Diagrama medida curva IV 
9.2.13. NivelFuente 
En este estado, se establece el valor de tensión que ha de ponerse en la fuente 
de alimentación Agilent, dicho valor se obtiene de los parámetros introducidos por el 
usuario, según la ecuación: 
ܸ ൌ ൜൤ ሺ ெܸ௔௫ െ ௠ܸ௜௡ሻNumeroMedidas൨ ൈ ܰݑܴ݉݋݊݀ܽൠ ൅ ௠ܸ௜௡ 
medi
núme
Nive
en un
enca
hilos
Dónde V
das el núm
ro de la m
Una vez
lFuente, y e
Para una
 nuevo sub
9.2.14
Envía e
rgará de m
. 
max es l
ero de mu
edida en la
 resuelta 
nvía el com
 mayor acc
programa 
. Estab
l comando
edir con la
a tensión 
estras tota
 que se enc
la ecuaci
ando al Ge
Figura 1
esibilidad a
minMAX.vi
lecerM
 Medir a 
 corriente q
Figura 14
 
máxima, V
l que dese
uentra actu
ón, almac
stor de la 
47 : Nive
 posibles c
. 
edirI 
la Fuente 
ue llega a
8 : Esable
min la ten
a tomar e
almente. 
ena el va
Fuente Niv
l Fuente 
ambios, es
de Alimen
 la célula p
cerMedirI
SISTEMA DE 
sión mínim
l usuario, y
lor en la 
el_Fuente. 
ta ecuación
tación Agil
ara la prim
 
 
INSTRUMENT
a, Númer
 NumRond
variable g
 
 se implem
ent, la cu
era medid
ACIÓN 
175
o de 
a, el 
lobal 
enta 
al se 
a a 4 
enca
hilos
tensi
las 
sube
meno
estab
de ro
los c
9.2.15
En este 
rgue de me
. 
9.2.16
En este 
ón y de cor
medidas s
nsayo en q
r, se incre
lecer el sig
nda de me
9.2.17
En este 
anales que
. Medir
estado se 
dir la tens
. Almac
estado se 
riente que 
olicitadas 
ue se enc
mentaría e
uiente nive
dida en sub
Fi
. Abrir 
estado ya 
 previamen
VKeith
envía el co
ión en born
Figura 1
enarM
almacena 
se acaba d
por el usu
uentra con 
n 1 el nú
l fuente, h
ensayo. 
gura 150:
todos 
se ha term
te se había
 
ley 
mando Me
as de la c
49 : Medi
edidas 
en el arch
e medir. Se
ario, com
el número
mero de m
aciendo el 
 Almacen
inado de m
n cerrado p
dir V para 
élula, com
rVKeitley 
ivo creado
 comprueb
parando e
 de medida
edida en 
cálculo con
ar medida
edir la cél
ara llevar a
SISTEMA DE 
que el Sw
pletando as
 
 anteriorme
a si se han
l número 
s solicitada
el subensa
 el nuevo v
s. 
ula en cues
 cabo las m
INSTRUMENT
itcher Keitle
í la medid
nte el val
 realizado 
de medid
s, si este 
yo y volve
alor de nú
tión y se a
ediciones
ACIÓN 
176
y se 
a a 4 
or de 
todas 
a en 
fuera 
ría a 
mero 
 
bren 
. 
la p
previ
medi
pasa
posic
selec
estad
de m
9.2.18
En este 
osición de
amente se
das es me
 a seleccio
ión, y volvi
Si se h
cionado, h
o de estré
edida. 
. SelSig
estado se c
 reposo, y
 comprueba
nor al núm
nar la sigu
endo al est
ubiera ter
abría term
s. Para ello
Figura 
Diodo 
onmutan lo
 se selec
 si la posi
ero de can
iente célula
ado Sel Dio
Figura 1
minado de
inado el pr
, será nece
 
151: Abri
s relés que
ciona la 
ción del ca
ales que e
 increment
do. 
52 : SelS
 medir to
oceso de 
sario cerra
r todos 
 estaban s
siguiente c
nal por la 
l usuario d
ando la va
igDiodo 
das las cé
medida y 
r la comun
SISTEMA DE 
 
iendo usad
élula a m
que se enc
esea medir
riable recor
lulas que 
estaría listo
icación con
INSTRUMENT
os para me
edir, para
uentra tom
, de ser as
re canal en
 
el usuari
 para volv
 los dispos
ACIÓN 
177
dir a 
 ello 
ando 
í, se 
 una 
o ha 
er al 
itivos 
vuelv
medi
vuelv
medi
9.2.19
Finaliza 
a a comple
das. 
9.2.20
Finaliza 
a a comple
das. 
. Cerra
la comunic
tar el esta
. Cerra
la comunic
tar el esta
Figura 153
rKeithl
ación del 
do de estré
Figura 15
rAgile 
ación con 
do de estré
Figura 1
 
: Sel Sig 
ey 
disposititvo
s y de esp
4: Cerrar
el disposit
s y de esp
55: Cerra
Diodo fin
 Keithley, 
era y vuel
 Keithley 
ivo Agilent,
era y vuel
r Agilent 
SISTEMA DE 
 
. 
liberándolo
va a ser ne
 
 liberándolo
va a ser ne
 
INSTRUMENT
, hasta qu
cesario re
, hasta qu
cesario re
ACIÓN 
178
e se 
alizar 
e se 
alizar 
estad
9
tarjet
DAQ
los c
es n
contr
puert
indep
hubie
corre
prog
medi
Una vez
o volviend
.3. Ge
Este ge
as de relés
 USB. 
Este ges
uales se en
ecesario p
olar cuand
A continu
9.3.1. 
Este esta
o 0, situá
endiente d
ra. Para e
cto, que s
rama. 
9.3.2. 
En este 
r, el núme
 completad
o a la PosS
stor U
stor se en
, las cuales
tor es el en
cargan de
ara somete
o la célula e
ación se d
Posicio
do se mod
ndolos en 
e la prime
llo, se llam
e le envi
SelPos
estado se 
ro de célul
o este pas
tres. 
SB 
carga de 
 están con
cargado de
que las fue
r a estrés
stá siendo
etallan los 
nStres
ifica la pos
la posición
ra tarjeta 
a al subVi
ará al Ges
Figura 15
icion 
selecciona
a está con
 
o, se volve
realizar tod
troladas co
 conmutar
ntes de co
 a la célul
 sometida a
estados de
s 
ición de tod
 NO, todo
seleccionad
usb_all.vi, 
test para 
6 : Posici
 los relés a
tenido en 
rá a ejecut
as las tar
n el dispos
los relés d
rriente sólo
a, además
 estrés o v
 que dispon
os los relé
s salvo lo
a, y los s
éste devol
que conti
on Stress 
dyacentes
la variable 
SISTEMA DE 
ar de nuevo
eas relacio
itivo de Nat
el enchufe 
 estén enc
 en este g
a a ser med
e este ges
s, tanto el p
s relés tra
obrantes d
verá un ok
núe con la
 a la célula
NumUSB, 
INSTRUMENT
 la máquin
nadas co
ional Instru
de alimenta
endidas cu
estor se p
ida. 
tor. 
uerto 2 co
tados de f
e la sexta 
 si todo ha
 ejecución
 que quer
como ya s
ACIÓN 
179
a de 
n las 
ment  
ción, 
ando 
uede 
mo el 
orma 
si la 
 sido 
 del 
 
emos 
e ha 
menc
cana
Cont
pode
comp
usa, 
los r
corrie
como
aseg
ionado ant
l equivalen
rolEstadosP
r ser med
letado sati
9.3.3. 
 Conmut
pero se ha 
9.3.4. 
Este est
elés de fo
nte. 
En la pro
 se puede
urarse de 
eriormente
te en el 
uertos2.vi
idos, de es
sfactoriame
Relés N
a todos los
preferido d
Fig
Apagar
ado se enc
rma que n
gramación
 apreciar e
que si falla
, dicho valo
puerto 0 
), posterior
to se enc
nte devolv
Figura 
C 
 relés a la 
ejarla por s
ura 158: 
Fuente
arga de ap
o lleguen 
 se ha opta
n el esqu
ra alguno,
 
r se le pas
y en el p
mente pasa
argará el V
erá un OK.
157: SelP
posición NC
i en futuras
Relés en 
Corrie
agar las fu
los 220V
do por con
ema abajo
 seguirían 
ará los VI c
uerto 2 (C
rán a situa
I usb_cell
osicion 
, esta opc
 mejoras fu
posición N
nte 
entes de co
de la alim
ectar el re
, con eso 
sin estar a
SISTEMA DE 
reados par
ontrolEsta
rse en la p
.vi. Si la o
ión en el di
era necesa
C. 
rriente, pa
entación a 
lé 8 a NC y
sería neces
limentadas
INSTRUMENT
a seleccion
dosPuertos
osición NC
peración s
seño final 
ria. 
ra ello, con
las fuente
 el relé 7 a
ario, pero 
 las fuente
ACIÓN 
180
ar su 
.vi y 
 para 
e ha 
 
no se 
 
muta 
s de 
 NO, 
para 
s de 
corrie
posic
corrie
de a
ence
hardw
conm
con e
núme
cone
nte, se co
ión NC. 
9.3.5. 
En este 
nte, para d
limentación
ndida cuan
Para en
are y en 
utar el relé
so, tendría
ro 7 a NC
ctado. 
NO 3
Alimentació
nmuta el re
Figur
Figura 16
Encend
estado se 
ar una ma
 del enchu
do esté gob
cender la 
el diseño 
 número 8
mos conec
 y el núme
NO
CO
M
NC D9
RELE
1
2
n Fuentes Corri
lé número
a 159: Ap
0: Esquem
erFuen
controlan 
yor segurid
fe, pasarle
ernada po
fuente de 
software q
 en la pos
tado el cab
ro 10 a N
CO
M
NC
D8
RELE
1
2
3
ente
Enchufe 220V B
 
 9 en la po
agar fuen
a conexió
teCorr
los relés e
ad a la ins
 por dos re
r el program
corriente, 
ue se mu
ición NO, e
le Brown d
O, tendríam
r
Alimentaci
sición NO
te de corr
n fuente 
iente 
ncargados 
talación, se
lés, de tal 
a. 
como se p
estran a c
l relé núm
e los 220V
os el cab
NO
NO
ón Fuentes Corr
SISTEMA DE 
 y el relé n
iente 
corriente.
de encend
 ha optado
forma que
uede ver 
ontinuación
ero 9 en la
 del enchu
le Blue de 
CO
M
NC
D7
RELE
1
2
3
CO
M
NC D10
RELE
1
2
3
iente
Enchufe 220V 
INSTRUMENT
úmero 10 
 
 
er la fuen
 por cada 
 sólo va a 
en el esqu
, es nece
 posición N
fe, y con e
la aliment
Bl
ACIÓN 
181
en la 
 
te de 
cable 
estar 
ema 
sario 
C, y 
l relé 
ación 
anter
9.3.6. 
En esta 
iormente c
NO
Aliment
Figura
Figur
Salir 
opción se
omentado, 
NO
CO
M
NC D9
RELE
1
2
3
ación Fuentes 
 161 : Fu
a 162: En
 apaga la 
y se cierra 
Figu
CO
M
NC
D
R
1
2
3
Corriente
Enchufe 22
 
ente corr
cender Fu
fuente de 
el gestor U
ra 163: S
8
ELE
0V Br
Alimentación
iente ence
ente Corr
corriente 
SB. 
alir. 
N
N
 Fuentes Corri
SISTEMA DE 
ndida 
iente 
al igual qu
CO
M
NC
O
1
2
3
CO
M
NC
O
1
2
3
ente
Enchufe 2
INSTRUMENT
 
e en el e
 
D7
RELE
D10
RELE
20V Bl
ACIÓN 
182
 
stado 
93706
proye
única
dura
caso
varia
rango
.4. Ge
Este ges
, el gesto
cto (Belm
mente par
nte esta me
El subvi 
9.4.1. 
Permite 
, el GPIB e
9.4.2. 
Permite 
ble Lista d
 de canale
stor S
tor es el e
r se denom
onte), po
a comprend
moria.. 
contiene un
Iniciali
abrir la ses
ra el 16. 
Abrir C
abrir el ca
e canales 
s en el que
witche
ncargado d
ina, GES
r lo que 
er su func
 switch con
zar 
ión VISA c
Figura
anal 
nal selecc
a abrir, jun
 nos encon
Figura 
 
r 
e comunic
switch_370
en este 
ionamiento
 12 estado
on el dispo
 164: Inic
ionado po
to con el 
tremos. 
165: Abri
arse con e
6.vi, su de
apartado s
 y las men
s 
sitivo físic
ializar 
r el usuari
canal 1911
r Canal 
SISTEMA DE 
l hardware
sarrollo pe
e describ
ciones real
o desde el 
o, que se 
 o 1921 d
 
INSTRUMENT
 switch Ke
rtenece a
irá ligeram
izadas al m
PC. En nu
 
le pasan 
ependiend
ACIÓN 
183
ithley 
 otro 
ente 
ismo 
estro 
en la 
o del 
recib
Cont
cerra
un fu
9.4.3. 
Abre tod
9.4.4. 
Permite 
e el es
rolEstadosS
do correcta
  
9.4.5. 
Comprob
turo se qui
Abrir to
os los cana
Cerrar 
cerrar los 
tado de 
witcher.vi 
mente y só
Visuali
ación vista
siera contro
dos 
les del swit
Figura 
Canal 
canales qu
los can
y permite 
lo está cer
Figura 
zar Cer
 en el punt
lar por el u
 
cher, aseg
166: Abri
e se le pa
ales que
comprobar
rado el can
167:Cerra
rados 
o anterior, 
suario. 
urando que
r todos 
san en la
 desea 
 en una v
al seleccio
r Canal 
en un esta
SISTEMA DE 
 ninguno q
variable S
cerrar e
ariable glo
nado por el
do indepen
INSTRUMENT
ueda cerrad
 
witcher, la
l usuario
bal que se
 usuario. 
 
diente por 
ACIÓN 
184
o. 
 cual 
 de 
 han 
si en 
que 
hilos
keith
temp
resis
globa
9.4.6. 
Permite 
previament
. Posteriorm
9.4.7. 
Permite 
ley, inicialm
eratura se
tencia med
l “Cadena 
F
Medir V
medir la ten
e se debe 
ente se al
Medir R
medir la r
ente el ca
gún la ecu
ido y Tf la 
Temperatu
igura 168
 
sión que h
haber cerr
macena en
Figur
 
esistencia
nal número
ación de l
temperatur
ra pt100”. 
 
: Visualiza
ay entre lo
ado. La m
 la variable
a 169: Me
de un term
 40, se mi
a RTD Tf=
a obtenida,
r Cerrado
s dos termi
edida se re
Lectura Me
dir V 
oresistor 
de resisten
(R-100)/0.3
 y se alma
SISTEMA DE 
 
s 
nales del ca
alizará en 
dida V.  
colocado e
cia a 2 hilo
85, siendo
cena el val
INSTRUMENT
nal del Ke
DC Volts y
n un cana
s, se calc
 R el valo
or en la va
ACIÓN 
185
ithley 
 a 2 
 
l del 
ula la 
r de 
riable 
Keith
Type
obten
3706
de un
9.4.8. 
Permite 
ley, en est
), la refere
ido se alm
9.4.9. 
Permite 
, para ello 
 bit o de u
Medir T
medir la t
e caso se m
ncia de te
acena en la
 F
Escribi
leer o escri
debemos c
n puerto.  
Figur
ermoc
emperatura
ide tempe
mperatura 
 variable C
igura 171
r Leer I
bir el canal
onfigurar la
 
a 170: Me
ouple 
 de un te
ratura a do
es de 23
adena de T
: Medir T
O 
 digital de 
 acción a r
dir R 
rmopar co
s hilos, con
º e interna
emperatur
ermocoup
entrada sal
ealizar, lec
SISTEMA DE 
nectado e
 un termop
. El valor 
a PT100.  
le 
ida que dis
tura o escri
INSTRUMENT
n un cana
ar de tipo 
de temper
pone el Ke
tura y se re
ACIÓN 
186
 
l del 
K (K-
atura 
 
ithley 
aliza 
comu
para 
9.4.10
Permite 
nicación.  
9.4.11
Al selecc
la ejecució
. Cerra
medir cerr
. Salir 
ionar este 
n del bucle
Figura 17
r 
ar la sesió
Figu
estado, ind
 while, cerra
 
2: Escrib
n VISA ab
ra 173: C
ica que que
ndo el ges
ir Leer IO 
ierta con e
errar 
remos cer
tor del swit
SISTEMA DE 
l Keithley, 
rar la aplica
hcer. 
INSTRUMENT
para finaliz
 
ción, por lo
ACIÓN 
187
 
ar la 
 que 
9alime
que 
funci
el GP
.5. Ge
Este ges
ntación Ag
en este a
onamiento 
9.5.1. 
Permite 
IB número
stor a
tor es el e
ilent 6631B
partado se
y las menc
Inicio 
abrir la ses
 6, además
Figu
liment
ncargado d
. Su desar
 describirá
iones realiz
ión VISA co
 configura 
Figu
 
ra 174: S
ación
e comunic
rollo perten
 ligeramen
adas al mis
n el dispos
los límites d
ra 175: In
ALIR 
. 
arse con e
ece a otro 
te únicam
mo durant
itivo físico 
e protecció
icio 
SISTEMA DE 
l hardware 
proyecto (B
ente para 
e esta mem
desde el PC
n de la fue
INSTRUMENT
de la fuen
elmonte), p
comprende
oria. 
. En este 
nte. 
 
ACIÓN 
188
te de 
or lo 
r su 
caso, 
 
la sa
medi
9.5.2. 
Establec
lida para po
9.5.3. 
Configur
da y la alm
9.5.4. 
Establec
Nivel F
e la tensión
der caract
Medir 
a el Agilen
acena en “l
Cerrar 
e un nivel d
uente 
 seleccion
erizar las cé
Figura 
t para me
ectura med
Figu
e tensión d
 
ada por el 
lulas. 
176: Nive
dir la corr
ida I”. 
ra 177: M
e 0, y cierr
usuario en 
l fuente 
iente que 
edir 
a la comun
SISTEMA DE 
la fuente A
hay en la 
icación con
INSTRUMENT
gilent, y ha
célula, tom
 el agilent. 
 
ACIÓN 
189
bilita 
 
a la 
 
para 
9
máqu
enum
en to
diseñ
solic
final.
estad
que 
del e
9.5.5. 
Al selecc
la ejecució
.6.  Co
Para ase
ina de est
”, de tal fo
das las co
o de la m
itadas en u
 
9.6.1. 
El prime
os definido
para pasar 
num, defini
Salir 
ionar este 
n del bucle
ntrole
gurar la c
ados, se ha
rma que si 
pias existen
áquina de
n primer b
Contro
r type def
 en el ges
de un esta
do en estad
Figu
estado, ind
 “while”, ce
Figu
s defi
orrecta act
n definido 
se añade o
tes. Esta o
 estados, 
orrador, no
l test2.
 definido e
test, el cua
do a otro t
os TestMin
 
ra 178: C
ica que que
rrando el ge
ra 179: S
nidos
ualización 
“enumerat
 suprime a
pción es m
o si, com
 son las e
ctl 
s el enca
l contiene 
an solo es 
i. 
errar 
remos cer
stor del Ag
alir 
. 
de todas la
ed type con
lgún estad
uy útil si s
o suele p
specificacio
rgado del 
los 18 esta
necesario s
SISTEMA DE 
rar la aplica
ilent. 
s copias d
trol”, crean
o, este se a
e cometió a
asar, las e
nes neces
control de 
dos definid
eleccionar
INSTRUMENT
ción, por lo
el control 
do un “typ
ñade o su
lgún error 
specificac
arias del d
la máquin
os, de tal f
le en el se
ACIÓN 
190
 que 
 
de la 
e def 
prime 
en el 
iones 
iseño 
a de 
orma 
lector 
 Fi
Figu
Figura 18
gura 181:
ra 182: T
 
0: Contro
 Definición
ype Def c
 
l test2.ctl
 del cont
ontrol esta
SISTEMA DE 
 
 
rol 
 
dos 
INSTRUMENTACIÓN 
191
un co
que 
estad
medi
cana
9.6.2. 
Para la s
ntrol del ti
todas sus c
o, se han d
r, este núm
les. 
Fig
Contro
elección d
po enum d
opias se a
efinido inic
ero es de
F
ura 183: 
l switch
e los estad
escrito ant
ctualicen a
ialmente lo
bido a que
igura 184
 
Definición
er.ctl 
os del cont
eriormente,
utomáticam
s 40 canal
 la tarjeta 
: Control 
 de estad
rol estados
 y se ha d
ente al m
es correspo
3721 del K
 
switcher.c
SISTEMA DE 
os 
 del switch
efinido com
odificar un 
ndientes a
eithley sólo
tl 
INSTRUMENT
 
er se ha cr
o type def
estado, en
 las 40 célu
 dispone d
ACIÓN 
192
eado 
 para 
 este 
las a 
e 40 
corre
del t
sus c
han d
a me
célul
0 aso
9.6.3. 
Para la
spondiente
ipo enum d
opias se a
efinido inic
dir, cada p
a, distinguie
ciado a dic
l
Figu
Diodos
 selección
s a los relé
escrito ant
ctualicen a
ialmente lo
areja de r
ndo en la 
ha célula/d
ra 185: Ty
Medir.c
 de los 
s asociado
eriormente,
utomáticam
s 40 canal
elés que c
llamada si 
iodo. 
Figura 18
 
pe Def co
tl 
estados 
s a cada c
 y se ha d
ente al mo
es correspo
ontrola la c
es el relé c
6: Diodos
ntrol swit
del contr
élula a med
efinido com
dificar un 
ndientes a
élula está 
orrespondi
 
Medir.ctl 
SISTEMA DE 
 
cher 
ol estados
ir, se ha c
o type def
estado, en 
 los 40 relé
asociado a
ente al pue
INSTRUMENT
 puertos,
reado un co
 para que 
este estad
s de las cé
 un núme
rto 2 o al p
ACIÓN 
193
 los 
ntrol 
todas 
o, se 
lulas 
ro de 
uerto 
9en e
forma
cada
realiz
.7. De
9.7.1. 
Contiene
l switcher K
 que depe
 case tiene
ar las med
Fig
scripc
Contro
Figur
 la asociac
eithley, pa
ndiendo el
 asociado 
idas en la c
ura 187: 
ión VI
lEstado
a 188 : C
ión del nú
ra ello está
 estado sel
la cadena 
élula corre
 
Type Def 
 desar
sSwitc
ontrolEsta
mero de cé
 implemen
eccionado 
de texto d
spondiente
DiodosMe
rollad
her.vi 
 
dosSwitch
lula con s
tado con u
ejecutará u
e los canal
. 
SISTEMA DE 
 
dir. 
os 
er.vi 
u correspon
na estructu
n estado u
es que deb
INSTRUMENT
diente pos
ra Case, d
 otro, dent
erá cerrar
ACIÓN 
194
ición 
e tal 
ro de 
 para 
núme
está 
hay q
usan
la en
pero 
cone
Sigue la
ro de cana
en la tarjeta
ue indicarl
do la tarjeta
trada DMM
Si el can
si está co
ctarle con e
Figu
 nomenglat
l indicado 
 número 1
e además e
 1 para me
 del termin
al seleccio
mprendido
l terminal D
ra 189 : P
ura SCCC
con 3 dígit
, en la posi
l número 1
dir a 2 hilo
al, tal como
Figura 19
nado está e
 entre el 2
MM. 
 
aneles Co
, donde S 
os, en la fig
ción 007. A
911 separa
s y coloca e
 se puede 
0 : Medida
ntre el 1 y 
1 y el 40
ntrol Esta
indica el nú
ura de arr
demás par
do por com
l canal sel
apreciar en
 a 2 hilos
20, es nec
, hay que 
SISTEMA DE 
dos 
mero de ta
iba se pued
a cerrar un
a, que ind
eccionado 
 la figura. 
 
esario cerra
cerrar el c
INSTRUMENT
rjeta, y CC
e observa
o de los ca
ica que est
(sus dos hi
 
r el canal 
anal 1922 
ACIÓN 
195
 
C el 
r que 
nales 
amos 
los) a 
1911, 
para 
cana
realiz
F
Si se qu
l usado jun
ar las med
igura 191
isiera reali
to con el  c
idas. 
: Intercon
zar la med
anal 1922, 
Figura 19
 
exión tarj
ida a 4 hil
para conec
2 : Medida
eta canal
os sería ne
tar estos a
 a 4 hilos
SISTEMA DE 
es 21 al 4
cesario ce
 la entrada 
 
INSTRUMENT
0 
rrar el seg
SENSE y p
 
ACIÓN 
196
 
undo 
oder 
quere
medi
en la
dev, 
9.7.2. 
A este 
mos medi
ante la señ
En las s
 salvedad 
los DAQ U
Contro
Fig
programa 
r, y devuelv
al digital de
Figura 19
iguientes fi
que uno af
SB asociad
F
lEstado
ura 193 : 
se le pas
e el código
l NI USB.
4: Panel f
guras se a
ecta al pue
os a las tar
igura 195
 
sPuert
ControlEs
a como p
 correspon
rontal Con
precia que 
rto 0 y el s
jetas de re
: Estructu
os.vi 
tadosPuer
arámetro e
diente par
trolEstado
ambos pro
iguiente afe
lés correspo
ra puerto 
SISTEMA DE 
tos 
l número 
a poder co
 
sPuertos.
gramas so
cta al pue
ndientes. 
 
0 
INSTRUMENT
 
de célula
nmutar los 
 
n iguales, 
rto 2, siend
ACIÓN 
197
 que 
relés 
salvo 
o los 
cana
selec
núme
el sis
estar
9.7.3. 
Indica el
les que se 
cionado en
ro de tarje
tema no de
La prime
 conectada
F
NumTa
 número de
desean me
 el panel f
tas que ha 
 error, med
ra tarjeta e
. 
igura 196
rjetas.
Figura 19
 tarjetas qu
dir, leerá co
rontal, y en
de tener co
iante un le
s necesaria
 
: Estructu
vi 
7 : NumT
e se neces
mo parám
 función de
nectadas p
d indicador
 para la al
ra puerto 
 
arjetas.vi 
ita tener co
etros los ca
 dichos va
ara poder 
 del estado
imentación,
SISTEMA DE 
 
2 
nectadas e
nales que 
lores, indica
llevar a cab
 de cada ta
 por lo que 
INSTRUMENT
n función d
el usuario h
rá al usua
o los test y
rjeta. 
siempre de
ACIÓN 
198
e los 
abrá 
rio el 
 que 
berá 
deno
que 
resol
ruta d
9.7.4. 
En este
minados d
se está m
ución de la
e la curva
F
Escribi
Fi
 módulo 
e cabecera
idiendo, el 
 fuente de 
. 
igura 198
r_cabe
gura 199 
se le pas
, al módulo
valor míni
alimentació
 
: Conexió
cera.vi 
: escribir_
an los v
 guardar c
mo y máxi
n, y el núm
n tarjetas
 
cabecera
alores est
abecera, le
mo de alim
ero de ron
SISTEMA DE 
. 
.vi 
ablecidos 
 pasa el n
entación s
da de med
INSTRUMENT
por el us
úmero de c
eleccionad
ida, así co
ACIÓN 
199
 
uario 
élula 
o, la 
mo la 
realiz
con l
para 
9.7.5. 
Estructu
adas, este
as que se 
su posterio
F
Guarda
ra para el a
 subprogra
le pasarán 
r tratamien
F
igura 200
r_cabe
lmacenam
ma contien
los datos q
to. 
igura 201
 
 : escribir
cera.v
iento de los
e la estruc
ue se han
 : guarda
_cabecera
i 
 datos resu
tura y var
almacenad
 
r cabecera
SISTEMA DE 
 
ltantes de 
iables de e
o en las va
 
INSTRUMENT
 
las operac
ntrada y s
riables glo
ACIÓN 
200
iones 
alida, 
bales 
Los dato
IES - UN
PROYEC
ValorMin
ValorMa
Resoluci
NmrRon
Tiempo d
Tempera
Celula  
Fecha  
Hora  
V(V) I(
 
Figu
s del ficher
IVERSIDA
TO ENSA
imoFuente
ximoFuente
onFuenteV
daMedida 
e Estrés 
tura pt100 
N 
07/02
20:14
A) (tabla de
ra 202 : C
o se mostra
D POLITEC
YO DE CEL
V  V
V  V
  0
 N
 x 
 X
/2012 
 
 valores) 
 
ódigo gua
rán de la s
NICA DE M
ULAS SO
max  
min 
,000000 
 
minutos 
 ºC 
rdar cabe
iguiente for
ADRID 
LARES 
SISTEMA DE 
cera 
ma: 
INSTRUMENTACIÓN 
201
 
contr
selec
una v
0 o 
selec
segú
9.7.6. 
En este 
ol, y un boo
El progra
cionadas, 
ez ahí, ent
al puerto 
cionado, y 
n el caso. 
Usb_al
VI se le p
leano con 
Fi
ma leerá d
y aquellas 
rará dentro
2, genera
escribe el 
l.vi 
Figur
asa como 
la posición
gura 204:
e la variab
que tuviera
 del segund
 la señal 
valor boole
 
a 203: Us
parámetro 
 que debe t
 Panel fro
le global la
 seleccion
o case, de
digital co
ano necesa
 
b_all 
el puerto d
omar. 
ntal usb_a
s tarjetas q
adas entra
pendiendo
rrespondien
rio para po
SISTEMA DE 
e la tarjeta
ll 
ue el usuar
rá dentro d
 si quiere a
te a la t
ner el pue
INSTRUMENT
 que se q
 
io debería 
el primer 
cceder al p
arjeta y p
rto a NO o 
ACIÓN 
202
uiere 
tener 
case, 
uerto 
uerto 
a NC 
9.7.7. USB_ce
Figura 20
ll.vi 
Figur
 
5: diagram
a 206: Us
a usb_al
 
b_cell 
SISTEMA DE 
l 
INSTRUMENTACIÓN 
203
 
abrir 
introd
relés
la pr
corrie
su p
subp
12 re
obten
etiqu
perm
Recibe c
o cerrar el
ucido, TRU
9.7.8. 
Para la 
, tras desti
imera tarjet
nte, en la 
osible apro
rograma en
lés menci
er. 
En el pa
etado como
ite seleccio
omo parám
 relé corres
E o FALS
Figura 20
Usb.vi 
optimizació
nar 40 pare
a 3 parejas
sexta posib
vechamien
 el que se
onados de 
nel fronta
 dev1 o de
nar el valo
etro el cód
pondiente,
E. 
7: Código
n de los re
jas de relé
 para el co
le tarjeta s
to o posib
 pueda me
forma inde
Figu
l tenemos
v6, y el nú
r con TRUE
 
igo de can
 dependien
 para abr
cursos em
s a la posi
ntrol de la
obrarían 3
les mejora
diante un 
pendiente
ra 208: U
un selecto
mero de re
/FALSE. 
al necesari
do del dat
ir o cerra
pleados, e
ble conexió
 alimentaci
 parejas de
s, se ha 
selector se
, e indicar 
 
sb.vi 
r que cont
lé que se d
SISTEMA DE 
o para acce
o booleano
 
r un relé. 
n este caso
n de 40 cé
ón 220V de
 relés más
optado po
leccionar c
la posición
iene el nú
esee selec
INSTRUMENT
der a NI U
 que se le 
 las tarjeta
lulas, y dej
 las fuente
. Para opti
r programa
ualquiera d
 que se d
mero de ta
cionar. Ad
ACIÓN 
204
SB y 
haya 
s de 
ar en 
s de 
mizar 
r un 
e los 
esea 
rjeta 
emás 
corre
al DA
para 
los p
célul
forma
uno 
Inicia
come
pero 
no so
parej
En el d
spondiente
Q la orden
9.7.9. 
Debido a
optimizar la
icos de cor
as, se ha o
 que si en
de los q
lmente se 
ntado en la
tras los pro
portaba, s
a de relés,
F
iagrama de
 al relé sel
 de poner a
Figura
Apagar
l número d
 programa
riente gene
ptado por 
 un futuro s
ue actualm
usaban dos
 descripció
blemas oc
e optó por 
 por la que 
igura 209
 bloques 
eccionado, 
 NO o NC 
 210: Dia
Fuente
e veces qu
ción, y deb
rados por 
implementa
e estropea
ente qued
 parejas de
n hardwar
asionados 
programar 
solo pasan
 
: Panel fro
tendremos 
tarjeta, pue
el relé sele
grama de
s.vi 
e se usa l
ido a los pr
las fuentes
r este cód
ran de nue
an en re
 relés para
e, dichos re
por los pic
con la mism
 5V para a
 
ntal usb.v
una estru
rto y línea
ccionado. 
 bloques 
a opción de
oblemas qu
 de corrient
igo en un s
vo los relé
serva cam
 controlar l
lés eran co
os de corri
a filosofía
ctivar o des
SISTEMA DE 
i 
ctura case
, y a contin
usb.vi 
nominada 
e ha habid
e usadas p
ubprogram
s, tan solo 
biándolo 
a alimentac
ntrolados p
ente que la
 de cruzam
activar una
INSTRUMENT
, con el c
uación se 
 
apagar fue
o para con
ara estresa
a aparte, d
habría que
en el sele
ión, como 
or el progr
 tarjeta de 
iento, una 
 pareja de 
ACIÓN 
205
ódigo 
envía 
ntes, 
trolar 
r las 
e tal 
 usar 
ctor. 
se ha 
ama, 
relés 
única 
relés 
exter
ence
quere
NO, 
como
el pr
tarjet
nos que s
nderse. 
Figur
Como po
mos gesti
o FALSE p
F
9.7.10
Inicialme
 se ha com
ograma, pe
a de relés
oportan la
a 212 :  A
demos obs
onar, y la p
osición NC 
igura 213
. Encen
nte se usa
entado en
ro tras los
 no sopor
 corriente 
Figura 2
pagar Alim
ervar en la
osición qu
y llamamos
: Apagar A
derFue
ban dos p
 la descrip
 problemas
taba, se o
 
generada 
11: Apaga
entación
 figura, sel
e deseamo
 a usb.vi.
limentac
ntes.v
arejas de 
ción hardw
 ocasionad
ptó por p
por los g
 
r fuente 
 Fuente 4 
eccionamo
s que este
ión Fuente
i 
relés para
are, dichos
os por los
rogramar c
SISTEMA DE 
enerados 
relés con 
s el relé ind
 adopte si
 
 2Relés 5
 controlar 
 relés eran 
 picos de 
on la mis
INSTRUMENT
de corrien
 
220V 
ependiente
 TRUE pos
V 
la alimenta
controlado
corriente q
ma filosofí
ACIÓN 
206
te al 
 que 
ición 
ción, 
s por 
ue la 
a de 
cruza
desa
gene
miento, un
ctivar una 
rados de c
Figura 
a única p
pareja de 
orriente al e
215: Ence
Figura 21
areja de re
relés exter
ncenderse
Figura 214
nder Alim
6: Encen
 
lés, por la
nos que so
. 
: Encend
entación 
der Fuent
 
 que solo
portan la 
 
er Fuentes
Fuentes co
es con 2 r
SISTEMA DE 
 pasan 5V
corriente g
 
n 4 relés 
 
elés a 5V 
INSTRUMENT
 para activ
enerada po
 
a 220V 
ACIÓN 
207
ar o 
r los 
alime
el us
medi
núme
9.7.11
Se esta
ntación Ag
uario, segú
Dónde V
das el núm
ro de la m
. minM
blece el v
ilent 6631B
n la ecuaci
ܸ ൌ ൜൤ ሺNu
max es l
ero de mu
edida en la
ax.vi 
Figura 
alor de te
, dicho val
ón: 
ெܸ௔௫ െ ௠ܸ௜௡
meroMedid
a tensión 
estras tota
 que se enc
Figura 218
 
217: min 
nsión que
or se obtie
ሻ
as൨ ൈ ܰݑ݉
máxima, V
l que dese
uentra actu
: Ecuació
 
Max.vi 
 ha de p
ne de los p
ܴ݋݊݀ܽൠ ൅ ܸ
min la ten
a tomar e
almente. 
n minMAX
SISTEMA DE 
onerse en
arámetros 
௠௜௡ ൅ ܫܴ 
sión mínim
l usuario, y
 
 
INSTRUMENT
 la fuent
introducido
a, Númer
 NumRond
ACIÓN 
208
e de 
s por 
o de 
a, el 
elecc
provo
se ve
mayo
caso
de m
9.7.12
Debido a
ión del IE
cando un 
rá en las 
r a menor,
s el resulta
En la sig
ayor a men
. Maxm
l calentam
S el modo
leve calenta
gráficas en
 viendo una
do obtenido
uiente figu
or, siguien
ܸ ൌ ௠ܸ௔௫
in.vi 
Figura
iento de la
 de hacer
miento lim
 el apartad
 ligera vari
 es exacto
ra se mues
do la siguie
െ ቊቈ ሺ ெܸ௔௫Nume
Figura 220
 
 219:MAX
 célula al r
 la toma 
itando leve
o de puest
ación en la
 a la caract
tra el códig
nte ecuació
െ ௠ܸ௜௡ሻ
roMedidas቉
: Ecuació
 
min.vi 
ealizar la m
de medida
mente la co
a en march
 curva obte
erización d
o programa
n: 
ൈ ܰݑܴ݉݋݊
n MAXmin
SISTEMA DE 
edida, se 
s, si de m
rriente fina
a, o realiz
nida. Con e
e la célula. 
do para re
݀ܽቋ െ ܫܴ 
 
INSTRUMENT
optó por de
enor a m
l obtenida 
ar la medid
l primero d
alizar la m
 
ACIÓN 
209
jar a 
ayor, 
como 
a de 
e los 
edida 
para 
reem
salve
9
menc
funci
proye
se ha
en b
tesis
otros
realiz
modi
al co
Se ha co
ambos su
plazar uno
dad menci
.8. Va
En este
ionadas a 
onamiento 
cto está d
 dejado in
reve en la
, sino tamb
 dispositivo
ar ensayos
ficación en
Las varia
ntrol de usu
 
nfigurado 
bprograma
 por otro, 
onada. 
Fig
riable
 apartado 
lo largo de
del progra
estinado no
stalado com
s instalacio
ién a su p
s que req
 acelerado
 el código. 
bles globa
ario. 
un panel fr
s, de tal 
y el progra
ura 221: 
s glob
se encue
 este proy
ma duran
 solo a los
o se verá 
nes de la 
osible reuti
uieran la m
s, para los
les están d
 
ontal exac
forma que
ma seguirí
Panel fron
ales 
ntran toda
ecto, son 
te su fase
 dos proyec
durante es
EUIT de T
lización pa
isma filos
 cuales qu
ividas en do
to con las 
 únicamen
a funciona
tal MAXm
s las var
útiles para 
 de desa
tos del IES
te proyecto
elecomunic
ra ensayos
ofía de fun
izá sea nec
s paneles,
SISTEMA DE 
mismas en
te hay qu
ndo a la pe
in 
iables glob
la verificac
rrollo, y p
, uno en e
, y otro qu
ación com
 con otro t
cionamien
esario hac
 el primero 
INSTRUMENT
tradas y sa
e dar al b
rfección c
 
ales usad
ión del cor
uesto que 
l propio IES
e se come
o parte de
ipo de célu
to a la ho
er alguna 
de ellos re
ACIÓN 
210
lidas 
otón 
on la 
as y 
recto 
este 
 que 
nzará 
 una 
las u 
ra de 
ligera 
lativo 
toma
más 
de t
estré
cuen
que e
nece
cread
En este 
r medidas. 
Recorre 
Numcan
1, puesto q
NumUSB
NumeroD
odas las 
s/medida r
NumeroD
ta de las m
ste valor s
Switcher
sarios para
STOP Ev
Salir, led
Ruta de 
Ruta de 
os. 
Figu
panel tenem
canal, varia
ales+1 que
ue al crear
 indica la c
eRondaDe
células se
ealizados. 
eRondaDe
edidas que
ea igual al 
 es la var
 cerrar el c
ent, led ind
 indicador d
la curva n: 
curvas a c
ra 222: Va
os la lista
ble usada 
 indica el 
 la tabla se 
élula selec
Medida ind
leccionadas
MedidaSu
 se han re
NumeroDe
iable que 
anal en el s
icador que
e que se h
Ruta del ar
argar: Ruta
 
riables gl
 de canales
para recorr
número de
inicia con u
cionada qu
ica el núm
, dicho d
bensayo e
alizado ha
RondaDeM
contiene u
witcher kei
 se ha puls
a pulsado 
chivo de ca
 general pa
obales us
 que el us
er la lista d
 canales s
n primer va
e se desea
ero de med
e otro mo
s la variab
sta el mom
edida. 
na cadena
thley 
ado el botó
el botón sa
da medida
ra encontr
SISTEMA DE 
uario 
uario ha se
e canales a
eleccionado
lor nulo.  
 medir. 
idas realiz
do, el nú
le de contr
ento, y se 
 de texto 
n de Stop. 
lir. 
 de cada cé
ar los fiche
INSTRUMENT
leccionado
 medir.  
 por el us
adas al con
mero de c
ol para llev
realizarán 
con los va
lula. 
ros previam
ACIÓN 
211
 
 para 
uario 
junto 
iclos 
ar la 
hasta 
lores 
ente 
en la
cana
verifi
el dis
única
cual,
tenem
medi
Agile
y de 
han e
tiemp
tiemp
antes
Ruta de 
 sesión a tr
Lista de 
l actual que
cación en e
play del sw
mente indi
Tarjeta N
 según los
os que te
El siguie
das, tanto 
nt y del Ke
En el ap
reposo. 
Tiempo 
stado som
Horas y 
o de estré
Horas y 
o de repos
 de empez
mensajes: 
avés de GE
los canale
 está cerra
ste apartad
itcher keit
ca el 1001 
, hay un le
 canales s
ner instalad
nte pane
lo relaciona
ithley. 
Figur
artado Tiem
de stress, v
etidas las c
minutos sim
s que dese
minutos cu
o que se le
ar a tomar 
Ruta del fic
Smensaje
s del 3706
do en el k
o ya no so
hley no ind
siempre. 
d por cada
eleccionad
as y funcio
l de variab
do con los 
a 223: Va
pos tenem
ariable que
élulas hast
ulación, va
a que tenga
rvas, varia
 deja a las
medidas. 
 
hero que c
s.vi. 
 cerrados,
eithley y qu
lo para un 
ica el cana
 tarjeta qu
os a med
nando, sino
les globa
tiempos de
riables glo
os todo lo 
 contiene 
a el mome
riable conf
n las célula
ble configu
 células un
ontiene to
 variable ú
e está sie
posible con
l que está
e se puede
ir, indica e
 lo estuvie
les incluye
 estrés com
bales me
relacionado
el tiempo a
nto. 
igurada po
s en cada 
rable por 
a vez final
SISTEMA DE 
dos los me
ltil para la 
ndo medido
trol en rem
 cerrado en
 conectar e
l número 
ran el siste
 la config
o con la c
didas 
 con los tie
cumulado d
r el usuario
ciclo. 
el usuario 
izado el tie
INSTRUMENT
nsajes env
verificació
, es muy ú
oto sino po
 ese mom
n el sistem
de tarjetas
ma dará er
uración de
onfiguració
mpos de e
e estrés a
 que contie
que contie
mpo de est
ACIÓN 
212
iados 
n del 
til su 
rque 
ento, 
a, el 
 que 
ror. 
 las 
n del 
 
strés 
l que 
ne el 
ne el 
rés y 
el cu
medi
de co
nivel
mom
medi
resis
temp
En el sig
al indica e
das, el núm
rriente com
 fuente, e
ento. 
En el s
das, en la
tencia si lo
eratura leid
Figur
uiente pane
l valor mi
ero de me
o medida 
l valor est
Figu
iguiente p
 que se e
 que hem
a, indepen
a 224: Va
l, está la c
nimo y má
didas a tom
de protecc
ablecido p
ra 225: Va
anel están
ncuentran 
os usado 
dientement
 
riables glo
onfiguració
ximo de la
ar entre d
ión de la cé
or la fuen
riables g
 las varia
las medid
para medi
e de que se
 
bales, tie
n del Agilen
 fuente, e
ichos valore
lula. Adem
te de alim
 
lobales Ag
bles globa
as de la c
r la tempe
 haya usad
SISTEMA DE 
mpos 
t, por parte
ntre los qu
s, así com
ás se indic
entación A
ilent 
les relacio
urva IV, la
ratura es u
o la pt100 
INSTRUMENT
 del usuar
e desea t
o una limit
a en la va
gilent en 
nadas con
 medida 
na pt100,
o el termop
ACIÓN 
213
io, en 
omar 
ación 
riable 
cada 
 las 
de la 
 y la 
ar. 
y a c
las c
Y por últ
errar y el m
urvas IV en
Figur
imo las var
odo en el 
 la fase de 
Figur
a 226: Va
iables relac
que se cier
desarrollo, 
a 227: Va
 
riables glo
ionadas co
ra, así com
para comp
riables glo
 
bales, me
n el keithle
o una gráf
robar los da
bales, ke
SISTEMA DE 
dida. 
y, la lista de
ica en la qu
tos almace
ithley
INSTRUMENT
 canales a
e se mostr
nados. 
 
ACIÓN 
214
 abrir 
aban 
 Ensayos 
acelerados. Puesta 
en marcha. 
  
 1
se h
funci
sigui
 
0.1. P
Para com
izo un prim
onamiento 
Para fac
ente esque
rimera
probar el 
er montaje
de todos lo
ilitar el te
ma de inter
s pru
correcto fun
 de conex
s compone
Figura 22
steo de to
conexiones
 
 
ebas 
cionamien
ionado usa
ntes. 
 
8: Diodos 
dos los c
 en una pla
ENSAYOS AC
to del softw
ndo diodo
testeados
omponente
ca aparte.
ELERADOS: P
are y del d
s para veri
 
s se optó
UESTA EN MA
iseño hardw
ficar el cor
 por mont
RCHA 
216
are, 
recto 
 
ar el 
ENSAYOS ACELERADOS: PUESTA EN MARCHA 
 217
     
KEIT 1H  RELÉ 1 COM  DIODO 1 + 
KEIT 1L  RELÉ 16 COM  DIODO 1 ‐ 
FUENTE 1 +  RELÉ 1 NO   
FUENTE 1 ‐  RELÉ 16 NO   
KEIT 2H  RELÉ 2 COM  DIODO 2 + 
KEIT 2L  RELÉ 15 COM  DIODO 2 ‐ 
FUENTE 2 +  RELÉ 2 NO   
FUENTE 2 ‐  RELÉ 15 NO   
KEIT 3H  RELÉ 3 COM  DIODO 3 + 
KEIT 3L  RELÉ 14 COM  DIODO 3 ‐ 
FUENTE 3+  RELÉ 3 NO   
FUENTE 3 ‐  RELÉ 14 NO   
KEIT 4H  RELÉ 4 COM  DIODO 4 + 
KEIT 4L  RELÉ 13 COM  DIODO 4 ‐ 
FUENTE 4 +  RELÉ 4 NO   
FUENTE 4 ‐  RELÉ 13 NO   
KEIT 5H  RELÉ 5 COM  DIODO 5 + 
KEIT 5L  RELÉ 12 COM  DIODO 5 ‐ 
FUENTE 5 +  RELÉ 5 NO   
FUENTE 5 ‐  RELÉ 12 NO   
KEIT 6H  RELÉ 6 COM  DIODO 6 + 
KEIT 6L  RELÉ 11 COM  DIODO 6 ‐ 
FUENTE 6 +  RELÉ 6 NO   
FUENTE 6 ‐  RELÉ 11 NO   
Alimentacion   RELÉ 7 COM   
RELE 7 NC  RELÉ 10 COM   
RELÉ 10 NO  Alimentación 
fuentes 
 
  
Agilent +  RELÉ 1 NC  RELÉ 2 NC RELÉ 3 NC RELÉ 4 NC RELÉ 5 NC  RELÉ 6 NC 
Agilent ‐  RELÉ 16 NC  RELÉ 15 NC RELÉ 14 NC RELÉ 13 NC RELÉ 12 NC  RELÉ 11 NC 
 
Tabla VI: Conexionado tarjeta pruebas 
Una vez hecho el esquema se pasa a cablear la tarjeta con la tarjeta de 16 
relés, y esta a su vez con la tarjeta del keithley para verificar la correcta conmutación 
de los relés y verificar que el recorrido de los canales por parte del software es 
correcto. 
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Figura 251 : Curva IV caracterizada vs obtenida con labview 
Como se puede observar en la gráfica, no se aprecian pérdidas de corriente 
por el cableado ni en las conexiones, por lo que el sistema se da por bueno. 
A continuación se comprueba la curva con la variación de realizar las medidas 
inyectando tensión usando el subvi de minMAX o de MAXmin, de tal forma que el 
cálculo de la tensión a inyectar se calcule desde un valor mínimo indicado a un 
máximo o viceversa. Dado que se observa que al realizar la medida al inyectar la 
tensión la célula en frio, la célula se calienta, en la siguiente gráfica se observa la 
diferencia de realizar una medida u otra, la gráfica de minMAX es fiel a la 
caracterización, pero llega al límite de la célula con 3,05V, mientras que al comenzar 
con la tensión máxima, la máxima tensión medida es 3,12V pero se observa el 
calentamiento provocado desviando ligeramente la curva. Una vez demostrado el 
comportamiento, se deja a elección del IES el modo en el que deseen realizar los 
ensayos finales.  
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Figura 252: Curva IV minMAX vs MAXmin 
La siguiente pueba realizada es el comportamiento de la célula al someterla a 
un determinado tiempo de estrés, debido al calentamiento de la misma, como 
podemos observar, es necesario un tiempo de estabilización ya que existen 
variaciones de la curva I/V debidas a variaciones de la temperatura de la célula. 
 
Figura 253: Curva IV con tiempo de estrés 
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10.4. Resultados preliminares 
Los ensayos acelerados se realizaron en el marco del proyecto de 
investigación Nueva Generación de Fotovoltaica de Concentración - A new generation 
of concentrator photovoltaic cells, modules and systems (NGCPV). En este proyecto 
de investigación Japón-Unión Europea  tiene participación de diferentes instituciones 
universitarias e industriales (UPM, Imperial College, Fraunhofer, ENEA, CEA, Toyota, 
SHARP,…), 
Los primeros ensayos acelerados se han realizado en células solares triple 
unión de 50 mm2 que trabajan entre 400-700 soles. Para poder obtener la ley de vida 
a condiciones nominales de funcionamiento es necesario realizar los ensayos 
acelerados de vida a tres temperaturas diferentes, 110ºC, 134ºC y 154ºC. Con tres 
ensayos acelerados en temperatura es posible evaluar la energía de activación del 
mecanismo de fallo predominante y a partir de esta la ley, le vida de la célula solar en 
condiciones nominales de funcionamiento. Para ello se están ensayando tres grupos 
de 18 células solares en tres cámaras climáticas, cada una de ellas a una de las 
temperaturas indicadas: 
 De las 18 células, 16 de ellas están dentro de la cámara climática con la 
inyección de corriente que emula las condiciones nominales de trabajo. 
 Las otras dos células están dentro de la cámara climática con el objetivo 
de tener una referencia de la degradación en temperatura sin inyección 
de corriente. Además una de las dos células se caracteriza mediante las 
curvas I/V en oscuridad junto a las 16 células con inyección de corriente 
para poder medir la evolución de la degradación con el tiempo. La otra 
célula sin inyección de corriente solo se caracteriza mediante las curvas 
I/V al principio y al final del ensayo con el objetivo de evaluar si la 
caracterización de las curvas I/V degrada la célula solar. 
Los ensayos en las tres cámaras  climáticas empezaron en el mes de abril por 
lo que no están finalizados en el momento de la escritura de la memoria. Sin embargo, 
del tiempo transcurrido de ensayo sí podemos obtener algunas conclusiones 
preliminares: 
 El sistema de instrumentación, tanto el hardware seleccionado e 
integrado como el software desarrollado,  están funcionando con una 
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alta fiabilidad. Es de destacar esta alta fiabilidad dada la complejidad del 
sistema de instrumentación. 
 La aceleración de los ensayos aumenta con la temperatura como es de 
esperar. 
o En el ensayo acelerado a 154ºC ya han fallado todas las células 
por lo que se ha estimado la ley de vida de las células solares a 
esta temperatura. 
o En el resto de los ensayos todavía está en marcha y en las 
próximas semanas dispondremos de resultados. 
o A partir de los ensayos acelerados se han observado que las 
células solares se degradan sin llegar a fallar para al final fallar 
de forma catastrófica mediante un cortocircuito. Un análisis de 
fallos del mecanismo de degradación y fallo catastrófico es 
necesario. 
Aunque los ensayos no hayan terminado disponemos de algunos resultados 
preliminares que los vamos a resumir a continuación.  
10.4.1. Mecanismo de degradación y fallo 
Para mejorar la fiabilidad de cualquier dispositivo es necesario realizar un 
análisis del mecanismo de fallo predominante para a partir del análisis estudiar cómo 
mejorar el dispositivo para que el mecanismo de fallo predominante se mitigue lo más 
posible. En el estado actual del desarrollo del ensayo solo disponemos de la evolución 
de las curvas I/V a lo largo del ensayo por lo que no disponemos de todos los 
resultados necesarios para realizar un análisis de degradación y fallo en profundidad. 
Sin embargo si podemos realizar un análisis cualitativo de los mecanismos de 
degradación y fallo de las células solares. En la siguiente figura se observa cómo 
evoluciona la curva I/V de una célula solar del ensayo a 154ºC a medida que pasa el 
tiempo del ensayo. Se observa que durante las primeras horas se produce una 
degradación de la curva I/V en la zona de las bajas corrientes, muy lejos de la zona 
donde se evalúa la potencia de la célula por lo que la degradación de la potencia es 
mínima. Llegado un momento se produce un cortocircuito en la célula que produce un 
fallo catastrófico.  
Figu
realiz
cono
de vi
difere
medi
temp
temp
de vi
 
ra 256: E
Para rea
ar más car
10.4.2
Para rea
cer el insta
da del disp
ntes temp
ante mode
En la a
eratura má
eratura. Cu
da a tempe
Los tiem
volución d
lizar un an
acterizacio
. Anális
lizar el a
nte de fallo
ositivo a la
eraturas e
los de acele
ctualidad s
s acelerad
ando finali
ratura nom
pos de fallo
e la curva
álisis de m
nes de la c
is prel
nálisis de 
 de los dife
 temperatu
s posible e
ración en t
ólo dispon
o, 154ºC, p
cen los otro
inal de func
 del ensayo
 
 
 I/V de u
a 154ºC. 
ecanismos 
élula solar 
iminar 
fiabilidad d
rentes ens
ra del ensa
xtrapolarla
emperatura
emos de 
or lo que p
s dos ensa
ionamiento
 a 154ºC s
ENSAYOS AC
na célula 
de fallos p
antes y des
de fiab
e las célu
ayos, y a p
yo. Si disp
 a la temp
 como la le
los tiempo
odemos ev
yos podrem
 mediante 
on los sigu
ELERADOS: P
solar dura
ormenoriza
pués del en
ilidad 
las solare
artir de esto
onemos de
eratura de 
y de Arrhe
s de fallo 
aluar la ley
os evaluar
la ley de Ar
ientes: 
UESTA EN MA
nte el ens
do es nece
sayo. 
s es nece
s evaluar 
 la ley de v
funcionam
nius.  
del ensay
 de vida a
 mediante 
rhenius. 
RCHA 
240
 
ayo 
sario 
sario 
la ley 
ida a 
iento 
o en 
 esta 
la ley 
ENSAYOS ACELERADOS: PUESTA EN MARCHA 
 241
Célula t fallo fecha fallo 
1 14 28-abr 16:13 
2 18 28-abr 22:43 
3 32 30-abr 10:27 
4 86 07-may 15:55 
5 40 01-may 19:53 
6 28 30-abr 4:07 
7 28 30-abr 4:08 
8 BUENA (S/I)     
9 32 30-abr 10:32 
10 28 30-abr 4:10 
11 38 01-may 16:49 
12 36 30-abr 17:03 
13 22 29-abr 18:45 
14 BUENA (S/I)     
15 14 28-abr 16:22 
16 20 29-abr 15:38 
17 16 28-abr 19:38 
18 16 28-abr 19:39 
 
Tabla VII: Tiempo de fallo de las diferentes células del ensayo a 154ºC (las 
células 8 y 14 son las células sin inyección de corriente). 
 
Figura 257: Representación de Weibull de los tiempo de fallos 
y = 2,5063x ‐ 8,5297
R² = 0,9652
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 A partir de los datos de tiempos de fallo es posible evaluar la ley de vida 
de las células solares a 154ºC mediante la ley de Weibull. Para ello 
lineraizaremos la ley de Weibull  y representaremos los datos en 
representación de Weibull (݈݊ ൬݈݊ ቀ ଵଵିிቁ൰ 	ݒݏ	݈݊ݐሻ. Los valores de F(i,n) se 
calculan mediante rangos medianos ܨሺ݅, ݊ሻ ൌ ௜ି଴,ଷ௡ା଴,ସ  los parámetros de 
Weibull (β=2,5063 y η=30,06 horas). De esta forma la fiabilidad a 154ºC 
sigue la siguiente función, ܴሺݐሻ ൌ ݁ିቀ ೟యబ,బలቁ
మ,ఱబలయ
. 
 Hasta que no finalicen los otros dos ensayos no es posible obtener la 
ley de vida a condiciones nominales de funcionamiento.  
Sin embargo, lo más importante a destacar es que el sistema de 
instrumentación cumple plenamente las especificaciones planteadas con un alto nivel 
de fiabilidad. 
  
Conclusiones 
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Dada la escasez de recursos energéticos y el precio de los mismos, cada día 
se hace más necesario explotar la única fuente de energía inacabable que 
disponemos, el sol. Para ello es necesaria la instalación de paneles solares, sistemas 
fotovoltaicos que conviertan la energía del sol en energía eléctrica.  
Cuanto más eficaces sean los sistemas fotovoltaicos, mayor será la energía 
obtenida, pero ahí encontramos varios problemas, construir un sistema fotovoltaico es 
caro. Inicialmente se comenzaron construyendo células de silicio con una única unión, 
aparentemente “baratas” de fabricar, pero con una eficiencia en módulo del orden del 
16% y una durabilidad que ronda los 25 años. Estas prestaciones se pueden mejorar, 
y en ello están los distintos centros de investigación de todo el mundo, entre ellos el 
Instituto de Energía Solar de la Universidad Politécnica de Madrid. Una de las áreas de 
investigación más activas es la del desarrollo de células solares con nuevos materiales 
cómo las células solares multiunión con semiconductores  III-V. Uno de los principales 
problemas de estas células es que son mucho más caras de fabricar que las células 
de silicio, de ahí que se hayan implementado en 1mm2, usando un concentrador solar, 
de tal forma que el sol recibido por la célula de 1mm2  es equivalente a 1000 soles. 
Células de este tamaño y nivel de concentración han alcanzado eficiencias del 43%., 
Aunque la alta fiabilidad de este tipo de células se ha demostrado en aplicaciones 
espaciales sin concentración, es necesario validarlas para aplicaciones terrestres con 
alto nivel de concentración.  
Por todo esto, es por lo que surge la necesidad de evaluar la fiabilidad de las 
células solares multiunión III-V, y para ello en este proyecto se ha desarrollado el 
software necesario para llevar a cabo dicho estudio. La metodología para realizar 
ensayos acelerados en células solares, cuenta con una peculiaridad, éstas deben 
simular las condiciones de funcionamiento dentro de una cámara climática, para ello, 
había varias opciones, en este proyecto se ha optado por emular las condiciones de 
radiación sometiéndolas a una corriente equivalente al estrés generado cuando la 
célula está en funcionamiento, usando como factor de aceleración la temperatura de la 
cámara climática. La células estarán sometidas a un estrés durante un tiempo 
determinado, que se interrumpirá de forma perióca para caracterizar la célula con su 
curva IV y se volverá a someter a estrés. 
Con este proyecto se pretende poder estudiar la fiabilidad de las células 
solares, no sólo su rendimiento, sino la durabilidad y su robustez y los motivos de fallo 
si los hubiera.  
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A día de hoy, en mayo, hay tres ensayos acelerados a tres temperaturas 
diferentes, 110ºC, 134ºC y 154ºC, ya están funcionando y los primeros resultados han 
sido obtenidos: 
 El ensayo a mayor temperatura, 154ºC, es el de mayor aceleración y el 
único que ha finalizado hasta el momento. A partir de los datos de 
tiempos de fallo de este ensayo se ha evaluado la ley de vida de la 
célula solar a esta temperatura. Del análisis de Weibull de los tiempos 
de fallo de este ensayo se concluye que los parámetros de Weibull son 
β=2,5063 y η=30,06 horas. De esta forma la fiabilidad a 154ºC sigue la 
siguiente función, ܴሺݐሻ ൌ ݁ିቀ ೟యబ,బలቁ
మ,ఱబలయ
. 
 Para evaluar la fiabilidad del dispositivo en condiciones nominales de 
funcionamiento es necesario concluir los otros tres ensayos en marcha, 
100ºC y 134ºC. 
 Dado que los ensayos no han sido finalizados no se puede realizar un 
análisis exhaustivo del mecanismo de fallos de las células pero sí que 
se puede adelantar que los fallos catastróficos se producen por 
cortocircuito y previamente al fallo catastrófico se produce una 
degradación en la zona de bajas corrientes de la curva I_V de las 
células solares. 
Estos resultados preliminares de los ensayos muestran que el sistema de 
instrumentación desarrollado en este Trabajo Fin de Master cumple las 
especificaciones planteadas en un principio con un alto nivel de fiabilidad. 
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